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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｐ型金属酸化物半導体（ＰＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジスタ
と、ｎ型金属酸化物半導体（ＮＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジス
タとを含む相補型金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）デバイスであって、
　相互接続レベルにある、第１の複数の前記ＰＭＯＳドレインを互いに接続する第１の相
互接続部と、
　前記相互接続レベルにある、第２の複数の前記ＰＭＯＳドレインを互いに接続する第２
の相互接続部、前記第２の複数の前記ＰＭＯＳドレインは、前記第１の複数の前記ＰＭＯ
Ｓドレインと異なり、前記第１の相互接続部および前記第２の相互接続部は、前記相互接
続レベルで分離される、と、
　前記相互接続レベルにある、第１の複数の前記ＮＭＯＳドレインを互いに接続する第３
の相互接続部と、
　前記相互接続レベルにある、第２の複数の前記ＮＭＯＳドレインを互いに接続する第４
の相互接続部、前記第２の複数の前記ＮＭＯＳドレインは、前記第１の複数の前記ＮＭＯ
Ｓドレインと異なり、前記第３の相互接続部および前記第４の相互接続部は、前記相互接
続レベルで分離され、前記第１の相互接続部、前記第２の相互接続部、前記第３の相互接
続部、および前記第４の相互接続部は、少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じて互
いに結合される、と
　を備える、ＣＭＯＳデバイス。
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【請求項２】
　前記第１の相互接続部、前記第２の相互接続部、前記第３の相互接続部、および前記第
４の相互接続部は、各々、長さが２マイクロメートルよりも短い、
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの他の相互接続レベルは、第２の相互接続レベルと第３の相互接続
レベルとを備え、
　前記第２の相互接続レベルにある第５の相互接続部、前記第５の相互接続部は、前記第
１の相互接続部と前記第２の相互接続部とを互いに結合する、と、
　前記第２の相互接続レベルにある第６の相互接続部、前記第６の相互接続部は、前記第
３の相互接続部と前記第４の相互接続部とを互いに結合する、と
　をさらに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記第５の相互接続部および前記第６の相互接続部は、各々、長さが２マイクロメート
ルよりも短い、
　請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記第３の相互接続レベルにある第７の相互接続部をさらに備え、前記第７の相互接続
部は、前記第５の相互接続部と前記第６の相互接続部とを互いに結合し、
　前記デバイスの出力部は、前記第７の相互接続部に接続される、
　請求項３に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記ＣＭＯＳデバイスは、インバータであり、前記ＰＭＯＳトランジスタは、ＰＭＯＳ
ゲートとＰＭＯＳソースとを各々有し、前記ＮＭＯＳトランジスタは、ＮＭＯＳゲートと
ＮＭＯＳソースとを各々有し、前記ＮＭＯＳトランジスタの前記ＮＭＯＳソースは、互い
に結合され、前記ＰＭＯＳトランジスタの前記ＰＭＯＳソースは、互いに結合され、前記
ＰＭＯＳトランジスタの前記ＰＭＯＳゲートおよび前記ＮＭＯＳトランジスタの前記ＮＭ
ＯＳゲートは、互いに結合される、
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記相互接続レベルにある、前記ＰＭＯＳドレインの異なるサブセットを互いに接続す
る相互接続部の第１のセット、前記相互接続部の第１のセットは、前記第１の相互接続部
、前記第２の相互接続部、および１つまたは複数のさらなる相互接続部を含み、前記相互
接続部の第１のセットの中の各相互接続部は、前記相互接続レベルで前記相互接続部の第
１のセットの中の他の相互接続部から分離される、と、
　前記相互接続レベルにある、前記ＮＭＯＳドレインの異なるサブセットを互いに接続す
る相互接続部の第２のセット、前記相互接続部の第２のセットは、前記第３の相互接続部
、前記第４の相互接続部、および１つまたは複数のさらなる相互接続部を含み、前記相互
接続部の第２のセットの中の各相互接続部は、前記相互接続レベルで前記相互接続部の第
２のセットの中の他の相互接続部から分離される、と
　をさらに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記相互接続部の第１のセットおよび前記相互接続部の第２のセットの中の各相互接続
部は、長さが２マイクロメートルよりも短い、
　請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのさらなる相互接続レベルは、第２の相互接続レベルと第３の相互
接続レベルとを備え、
　前記第２の相互接続レベルにある相互接続部の第３のセット、前記相互接続部の第３の
セットの中の各相互接続部は、前記相互接続部の第１のセットの中の相互接続部の隣接す
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る異なるペアを互いに結合する、と、
　前記第２の相互接続レベルにある相互接続部の第４のセット、前記相互接続部の第４の
セットの中の各相互接続部は、前記相互接続部の第２のセットの中の相互接続部の隣接す
る異なるペアを互いに結合する、と
　をさらに備える、請求項７に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記第３の相互接続レベルにある相互接続部の第５のセットをさらに備え、前記相互接
続部の第５のセットの中の各相互接続部は、前記相互接続部の第３のセットの中からの相
互接続部と、前記相互接続部の第４のセットの中からの相互接続部とを含む、相互接続部
の隣接する異なるペアを結合し、前記相互接続部の第５のセットの中の各相互接続部は、
互いに結合される、
　請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのさらなる相互接続レベルは、第２の相互接続レベルと第３の相互
接続レベルとを備え、
　前記第２の相互接続レベルにある相互接続部の第３のセット、前記相互接続部の第３の
セットの第１のサブセットは、前記相互接続部の第１のセットの第１のサブセットの中の
相互接続部の隣接する異なるペアを互いに結合し、前記相互接続部の第３のセットの第２
のサブセットは、前記相互接続部の第１のセットの第２のサブセットの中の相互接続部の
隣接する異なるペアを互いに結合する、と、
　前記第２の相互接続レベルにある相互接続部の第４のセット、前記相互接続部の第４の
セットの第１のサブセットは、前記相互接続部の第２のセットの第１のサブセットの中の
相互接続部の隣接する異なるペアを互いに結合し、前記相互接続部の第４のセットの第２
のサブセットは、前記相互接続部の第２のセットの第２のサブセットの中の相互接続部の
隣接する異なるペアを互いに結合する、と
　をさらに備える、請求項７に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記相互接続部の第３のセットおよび前記相互接続部の第４のセットの中の各相互接続
部は、長さが２マイクロメートルよりも短い、
　請求項９または１０に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記第３の相互接続レベルにある第５の相互接続部をさらに備え、前記第５の相互接続
部は、前記相互接続部の第３のセットの中の前記相互接続部の各々を、前記相互接続部の
第４のセットの中の前記相互接続部の各々に結合する、
　請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１４】
　ｐ型金属酸化物半導体（ＰＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジスタ
と、ｎ型金属酸化物半導体（ＮＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジス
タとを含む相補型金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）デバイスをレイアウトする方法であって
、
　第１の複数のＰＭＯＳドレインを、相互接続レベルにある第１の相互接続部と相互接続
することと、
　第２の複数のＰＭＯＳドレインを、前記相互接続レベルにある第２の相互接続部と相互
接続すること、前記第２の複数のＰＭＯＳドレインは、前記相互接続レベルで前記第１の
複数のＰＭＯＳドレインから分離される、と、
　第１の複数のＮＭＯＳドレインを、前記相互接続レベルにある第３の相互接続部と相互
接続することと、
　第２の複数のＮＭＯＳドレインを、前記相互接続レベルにある第４の相互接続部と相互
接続すること、前記第２の複数のＮＭＯＳドレインは、前記相互接続レベルで前記第１の
複数のＮＭＯＳドレインから分離され、前記第１の相互接続部、前記第２の相互接続部、
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前記第３の相互接続部、および前記第４の相互接続部は、少なくとも１つの他の相互接続
レベルを通じて互いに結合される、と
　を備える、方法。
【請求項１５】
　ｐ型金属酸化物半導体（ＰＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジスタ
と、ｎ型金属酸化物半導体（ＮＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジス
タとを含む相補型金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）デバイスの動作の方法であって、
　第１の電流を、相互接続レベルにある第１の相互接続部と相互接続されている第１の複
数のＰＭＯＳドレインから流すことと、
　第２の電流を、前記相互接続レベルにある第２の相互接続部と相互接続されている第２
の複数のＰＭＯＳドレインから流すこと、前記第２の複数のＰＭＯＳドレインは、前記相
互接続レベルで前記第１の複数のＰＭＯＳドレインから分離される、と、
　第３の電流を、前記相互接続レベルにある第３の相互接続部と相互接続されている第１
の複数のＮＭＯＳドレインへ流すことと、
　第４の電流を、前記相互接続レベルにある第４の相互接続部と相互接続されている第２
の複数のＮＭＯＳドレインへ流すこと、前記第２の複数のＮＭＯＳドレインは、前記相互
接続レベルで前記第１の複数のＮＭＯＳドレインから分離され、前記第１の相互接続部、
前記第２の相互接続部、前記第３の相互接続部、および前記第４の相互接続部は、少なく
とも１つの他の相互接続レベルを通じて互いに結合され、前記第１の電流および前記第２
の電流は、前記ＣＭＯＳデバイスが低入力を受け取ると前記少なくとも１つの他の相互接
続レベルを通じて前記ＣＭＯＳデバイスの出力部へ流れ、前記第３の電流および前記第４
の電流は、前記ＣＭＯＳデバイスが高入力を受け取ると、前記ＣＭＯＳデバイスの前記出
力部から前記少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じて流れる、と
　を備える、方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１３年８
月２３日に出願された「LAYOUT CONSTRUCTION FOR ADDRESSING ELECTROMIGRATION」と題
する米国非仮出願第１３／９７５，０７４号の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示は、一般に、レイアウト構造に関し、より詳細には、相補型金属酸化物半
導体（ＣＭＯＳ）デバイスにおけるエレクトロマイグレーション（ＥＭ）に対処するため
のレイアウト構造に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ＥＭは、伝導する電子と拡散する金属原子との間の運動量移動に起因する、導体
中のイオンの緩やかな移動によって引き起こされる物質の移送である。ＥＭは、偶発的な
接続の欠損または集積回路（ＩＣ）の故障を引き起こすことがあり、したがって、ＩＣの
信頼性を低減させる。したがって、ＥＭに対処するためのＣＭＯＳデバイスをレイアウト
する方法が必要である。さらに、ＥＭに対処するためのレイアウト構造を備えたＣＭＯＳ
デバイスが必要である。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]本開示の一態様では、ｐ型金属酸化物半導体（ＰＭＯＳ）ドレインを各々有する
複数のＰＭＯＳトランジスタと、ｎ型金属酸化物半導体（ＮＭＯＳ）ドレインを各々有す
る複数のＮＭＯＳトランジスタとを含むＣＭＯＳデバイスが提供される。ＣＭＯＳデバイ
スは、相互接続レベル上の、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続する第１
の相互接続部を含む。ＣＭＯＳデバイスは、相互接続レベル上の、ＰＭＯＳドレインの第
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２のサブセットを互いに接続する第２の相互接続部をさらに含む。ＰＭＯＳドレインの第
２のサブセットは、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットと異なる。第１の相互接続部お
よび第２の相互接続部は、相互接続レベル上で分離される。ＣＭＯＳデバイスは、相互接
続レベル上の、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続する第３の相互接続部
をさらに含む。ＣＭＯＳデバイスは、相互接続レベル上の、ＮＭＯＳドレインの第２のサ
ブセットを互いに接続する第４の相互接続部をさらに含む。ＮＭＯＳドレインの第２のサ
ブセットは、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットと異なる。第３の相互接続部および第
４の相互接続部は、相互接続レベル上で分離される。第１の相互接続部、第２の相互接続
部、第３の相互接続部、および第４の相互接続部は、少なくとも１つの他の相互接続レベ
ルを通じて互いに結合される。
【０００５】
　[0005]本開示の一態様では、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジス
タと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含むＣＭＯＳデバ
イスをレイアウトする方法が提供される。ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットは、相互
接続レベル上の第１の相互接続部と相互接続される。ＰＭＯＳドレインの第２のサブセッ
トは、相互接続レベル上の第２の相互接続部と相互接続される。ＰＭＯＳドレインの第２
のサブセットは、相互接続レベル上でＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離され
る。ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットは、相互接続レベル上の第３の相互接続部と相
互接続される。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レベル上の第４の相互
接続部と相互接続される。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レベル上で
ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離される。第１の相互接続部、第２の相互接
続部、第３の相互接続部、および第４の相互接続部は、少なくとも１つの他の相互接続レ
ベルを通じて互いに結合される。
【０００６】
　[0006]本開示の一態様では、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジス
タと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含むＣＭＯＳデバ
イスの動作の方法が提供される。第１の電流は、相互接続レベル上の第１の相互接続部と
相互接続されているＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから流れる。第２の電流は、相
互接続レベル上の第２の相互接続部と相互接続されているＰＭＯＳドレインの第２のサブ
セットから流れる。ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レベル上でＰＭＯ
Ｓドレインの第１のサブセットから分離されている。第３の電流は、相互接続レベル上の
第３の相互接続部と相互接続されているＮＭＯＳドレインの第１のサブセットへ流れる。
第４の電流は、相互接続レベル上の第４の相互接続部と相互接続されているＮＭＯＳドレ
インの第２のサブセットへ流れる。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レ
ベル上でＮＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離されている。第１の相互接続部、
第２の相互接続部、第３の相互接続部、および第４の相互接続部は、少なくとも１つの他
の相互接続レベルを通じて互いに結合されている。ＣＭＯＳデバイスが低入力を受け取る
と、第１の電流および第２の電流は、少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じてＣＭ
ＯＳデバイスの出力部へ流れる。ＣＭＯＳデバイスが高入力を受け取ると、第３の電流お
よび第４の電流は、ＣＭＯＳデバイスの出力部から少なくとも１つの他の相互接続レベル
を通じて流れる。
【０００７】
　[0007]本開示の一態様では、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジス
タと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含むＣＭＯＳデバ
イスが提供される。ＣＭＯＳデバイスは、ＰＭＯＳドレインを互いに接続するために、相
互接続レベル上の、長さ方向で延在する第１の相互接続部を含む。ＣＭＯＳデバイスは、
ＮＭＯＳドレインを互いに接続するために、相互接続レベル上の、長さ方向で延在する第
２の相互接続部をさらに含む。ＣＭＯＳデバイスは、少なくとも１つのさらなる相互接続
レベル上の、第１の相互接続部と第２の相互接続部とを互いに結合する相互接続部のセッ
トをさらに含む。ＣＭＯＳデバイスは、第１の相互接続部と第２の相互接続部とを互いに
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接続するために、相互接続レベル上の、長さ方向と垂直に延在し相互接続部のセットから
オフセットする第３の相互接続部をさらに含む。
【０００８】
　[0008]本開示の一態様では、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジス
タと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含むＣＭＯＳデバ
イスをレイアウトする方法が提供される。ＰＭＯＳドレインは、相互接続レベル上の、長
さ方向で延在する第１の相互接続部と相互接続される。ＮＭＯＳドレインは、相互接続レ
ベル上の、長さ方向で延在する第２の相互接続部と相互接続される。第１の相互接続部お
よび第２の相互接続部は、少なくとも１つのさらなる相互接続レベル上の相互接続部のセ
ットと相互接続される。第１の相互接続部および第２の相互接続部は、相互接続レベル上
の、長さ方向と垂直に延在し相互接続部のセットからオフセットする第３の相互接続部と
相互接続される。
【０００９】
　[0009]本開示の一態様では、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジス
タと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含むＣＭＯＳデバ
イスの動作の方法が提供される。第１の電流は、長さ方向で延在し、ＰＭＯＳドレインを
相互接続レベル上で相互接続する第１の相互接続部を通じて流れる。第２の電流は、長さ
方向で延在し、ＮＭＯＳドレインを相互接続レベル上で相互接続する第２の相互接続部を
通じて流れる。第３の電流は、第１の相互接続部と第２の相互接続部とを少なくとも１つ
のさらなる相互接続レベル上で相互接続する相互接続部のセットを通じて流れる。第４の
電流は、長さ方向と垂直に延在し相互接続部のセットからオフセットした、第１の相互接
続部と第２の相互接続部とを相互接続レベル上で相互接続する第３の相互接続部を通じて
流れる。第５の電流は、第１の相互接続部と第２の相互接続部とを相互接続レベル上で相
互接続し、長さ方向と垂直に延在し、相互接続部のセットからオフセットした第４の相互
接続部を通じて流れる。第３の相互接続部および第４の相互接続部は、相互接続部のセッ
トの両側にある。ＣＭＯＳデバイスが低入力を受け取ると、第１の電流は、第１の相互接
続部を通じて相互接続部のセットの第１のサブセットへ流れ、第２の電流は、第３の相互
接続部および第４の相互接続部から第２の相互接続部を通じて相互接続部のセットの第２
のサブセットへ流れ、第３の電流は、第１の相互接続部および第２の相互接続部から相互
接続部のセットを通じて流れ、第４の電流は、第１の相互接続部から第３の相互接続部を
通じて第２の相互接続部へ流れ、第５の電流は、第１の相互接続部から第４の相互接続部
を通じて第２の相互接続部へ流れる。ＣＭＯＳデバイスが高入力を受け取ると、第１の電
流は、相互接続部のセットの第１のサブセットから第１の相互接続部を通じて第３の相互
接続部および第４の相互接続部へ流れ、第２の電流は、相互接続部のセットの第２のサブ
セットから第２の相互接続部を通じて流れ、第３の電流は、相互接続部のセットから第１
の相互接続部および第２の相互接続部へ流れ、第４の電流は、第１の相互接続部から第３
の相互接続部を通じて第２の相互接続部へ流れ、第５の電流は、第１の相互接続部から第
４の相互接続部を通じて第２の相互接続部へ流れる。
【００１０】
　[0010]本開示の一態様では、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジス
タと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含むＣＭＯＳデバ
イスが提供される。ＣＭＯＳデバイスは、相互接続レベル上の、ＰＭＯＳドレインの第１
のサブセットを互いに接続する第１の相互接続部を含む。ＣＭＯＳデバイスは、相互接続
レベル上の、ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続する第２の相互接続部を
さらに含む。ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットは、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセ
ットと異なる。第１の相互接続部および第２の相互接続部は、相互接続レベル上で分離さ
れる。ＣＭＯＳデバイスは、相互接続レベル上の、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセット
を互いに接続する第３の相互接続部をさらに含む。ＣＭＯＳデバイスは、相互接続レベル
上の、ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続する第４の相互接続部をさらに
含む。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットと
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異なる。第３の相互接続部および第４の相互接続部は、相互接続レベル上で分離される。
第１の相互接続部、第２の相互接続部、第３の相互接続部、および第４の相互接続部は、
少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じて互いに結合される。ＣＭＯＳデバイスは、
第２の相互接続レベル上の第５の相互接続部をさらに含む。第５の相互接続部は、第１の
相互接続部と第２の相互接続部とを互いに結合する。ＣＭＯＳデバイスは、第２の相互接
続レベル上の第６の相互接続部をさらに含む。第６の相互接続部は、第３の相互接続部と
第４の相互接続部とを互いに結合する。ＣＭＯＳデバイスは、第３の相互接続レベル上の
第７の相互接続部をさらに含む。第７の相互接続部は、第５の相互接続部と第６の相互接
続部とを互いに結合する。ＣＭＯＳデバイスは、相互接続レベル上の、第１の相互接続部
と第３の相互接続部とを互いに接続する第８の相互接続部をさらに含む。ＣＭＯＳデバイ
スは、相互接続レベル上の、第２の相互接続部と第４の相互接続部とを互いに接続する第
９の相互接続部をさらに含む。
【００１１】
　[0011]本開示の一態様では、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジス
タと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含むＣＭＯＳデバ
イスをレイアウトする方法が提供される。ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットは、相互
接続レベル上の第１の相互接続部と相互接続される。ＰＭＯＳドレインの第２のサブセッ
トは、相互接続レベル上の第２の相互接続部と相互接続される。ＰＭＯＳドレインの第２
のサブセットは、相互接続レベル上でＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離され
る。ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットは、相互接続レベル上の第３の相互接続部と相
互接続される。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レベル上の第４の相互
接続部と相互接続される。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レベル上で
ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離される。第１の相互接続部および第２の相
互接続部は、第２の相互接続レベル上の第５の相互接続部と相互接続される。第３の相互
接続部および第４の相互接続部は、第２の相互接続レベル上の第６の相互接続部と相互接
続される。第５の相互接続部および第６の相互接続部は、第３の相互接続レベル上の第７
の相互接続部と相互接続される。第１の相互接続部および第３の相互接続部は、相互接続
レベル上の８の相互接続部と相互接続される。第２の相互接続部および第４の相互接続部
は、相互接続レベル上の第９の相互接続部と相互接続される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ＣＭＯＳインバータを示す図。
【図２】ＣＭＯＳインバータの例示的なレイアウトを示すための第１の図。
【図３】ＣＭＯＳインバータの例示的なレイアウトを示すための第２の図。
【図４】ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第１のセットを示すための第１の図。
【図５】ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第１のセットを示すための第２の図。
【図６】ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第１のセットを示すための第３の図。
【図７】ＣＭＯＳデバイスの相互接続部内の電流フローを示すための図である図７Ａ。図
７Ａの図の相互接続部内の電流フローのグラフである図７Ｂ。
【図８】ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第２のセットを示すための第１の図。
【図９】例示的なＣＭＯＳデバイスの相互接続部内の電流フローを示すための第１の図で
ある図９Ａ。例示的なＣＭＯＳデバイスの相互接続部内の電流フローを示すための第２の
図である図９Ｂ。図９Ａおよび図９Ｂの図の相互接続部内の電流フローのグラフである図
９Ｃ。
【図１０】ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第２のセットを示すための第２の図
。
【図１１】ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第３のセットを示すための第１の図
。
【図１２】ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第３のセットを示すための第２の図
。
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【図１３】ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第３のセットを示すための第３の図
。
【図１４】ＣＭＯＳデバイスをレイアウトする第１の方法のフローチャート。
【図１５】ＣＭＯＳデバイスを動作させる第１の方法のフローチャート。
【図１６】ＣＭＯＳデバイスをレイアウトする第２の方法のフローチャート。
【図１７】ＣＭＯＳデバイスを動作させる第２の方法のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　[0032]添付の図面に関して以下に記載される発明を実施するための形態は、様々な構成
を説明するものであり、本明細書で説明される概念が実施され得る構成のみを表すもので
はない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解をもたらす目的で、具体
的な詳細を含んでいる。しかしながら、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実施
され得ることが、当業者には明らかであろう。場合によっては、よく知られた構造および
構成要素は、そのような概念を不明瞭にするのを避けるためにブロック図の形で示される
。装置および方法が、以下の発明を実施するための形態において説明され、様々なブロッ
ク、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズム、要素などによっ
て添付の図面に示され得る。
【００１４】
　[0033]図１は、ＣＭＯＳインバータを示す図１００である。ＣＭＯＳインバータは、Ｐ
ＭＯＳトランジスタ１０２とＮＭＯＳトランジスタ１０４とを含む。ＰＭＯＳトランジス
タ１０２のソースは、ＶDDに接続されている。ＰＭＯＳトランジスタのゲートは、Ｖinと
、ＮＭＯＳトランジスタ１０４のゲートとに接続されている。ＰＭＯＳトランジスタのド
レインは、Ｖoutと、ＮＭＯＳトランジスタ１０４のドレインとに接続されている。ＮＭ
ＯＳトランジスタ１０４のソースは、ＶSSに接続されている。ＮＭＯＳトランジスタ１０
４のゲートは、Ｖinと、ＰＭＯＳトランジスタ１０２のゲートとに接続されている。ＮＭ
ＯＳトランジスタ１０４のドレインは、Ｖoutと、ＰＭＯＳトランジスタ１０２のドレイ
ンとに接続されている。ＰＭＯＳトランジスタ１０２は、複数のＰＭＯＳトランジスタを
並列に含んでよく、ＮＭＯＳトランジスタ１０４は、複数のＮＭＯＳトランジスタを並列
に含んでよい。ＰＭＯＳおよびＮＭＯＳトランジスタは、上記で説明するように、相互接
続部のセットを通じて互いに接続され得る。入力Ｖinがクロックであるとき、ＣＭＯＳイ
ンバータはクロックセルと呼ばれることがある。クロックセルは、Ｖinにおけるクロック
入力の周波数である動作クロック周波数ｆで動作し得る。
【００１５】
　[0034]Ｖinのハイからローへの遷移、すなわちＰＭＯＳトランジスタ１０２がターンオ
ンされＮＭＯＳトランジスタ１０４がターンオフされる時の電流ｉPの平均、およびＶin

のローからハイへの遷移、すなわちＰＭＯＳトランジスタ１０２がターンオフされＮＭＯ
Ｓトランジスタ１０４がターンオンされる時の電流ｉNの平均は、Ｉaveと呼ばれることが
ある。平均電流Ｉave∝Ｃ（ＶDD－ＶSS）ｆmaxであり、ここで、ＣはＶoutにおける負荷
キャパシタンスＣ１０６であり、ｆmaxはクロックセルの最大の動作クロック周波数であ
る。ＥＭの適合性を保つために、相互接続部を通る平均電流ＩavgはＩmaxよりも小さくな
るべきである。値Ｉmaxは、金属の相互接続部、ビア、またはコンタクトがＥＭの適合性
を保つために許される最大の平均直流（ＤＣ）である。値Ｉmaxは、相互接続部の幅およ
び長さ、ならびにトランジスタ技術（たとえば、２８ナノメートルのプロセス技術、２０
ナノメートルのシステムオンチップ（ＳｏＣ）プロセス技術、または１６ナノメートルの
フィン電界効果トランジスタ（ＦｉｎＦＥＴ）プロセス技術）に依存する。値Ｉmaxは、
トランジスタ技術の変化および短い相互接続部の幅の結果として、スケーリング（すなわ
ち、より小さいプロセス技術）とともに減少する。一方、高い最大動作クロック周波数ｆ

maxおよびＦｉｎＦＥＴにおける大きい入力キャパシタンスに起因して、値Ｉaveは２０Ｓ
ｏＣプロセス技術から１６ナノメートルのＦｉｎＦＥＴプロセス技術までスケーリングと
ともに増大する。クロックセルは、同じプロセス技術の他のクロックセルと直列に利用さ
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れる。したがって、ＦｉｎＦＥＴにおける大きい入力キャパシタンスは、大きい負荷キャ
パシタンスＣをもたらす。
【００１６】
　[0035]相互接続部の幅を増大させることによって、または相互接続部の幅を事実上増大
させる平行な相互接続部を含むことによってＥＭは低減され得るが、そのような方法はク
ロックセルの入力キャパシタンスを増大させる。上記で説明したように、ＥＭは、伝送す
る電子と拡散する金属原子との間の運動量移動に起因する、導体中のイオンの緩やかな移
動によって引き起こされる物質の移送である。運動量の交換に由来する力は、電子風と呼
ばれるものによって生じる。ＥＭは、原子の逆流プロセスをもたらす機械的ストレスビル
ドアップ（バックストレスとも呼ばれる）によって相殺される。バックストレスは、相互
接続部の長さを短くすることによって増大し得る。例示的な方法および装置の第１のセッ
トでは、ＥＭは、クロックセル内の相互接続部の長さを縮小することを通じて値Ｉmaxを
増大させることによって低減される。一例では、値Ｉmaxは、２．４～３Ｘだけ増大する
ことができ、これは、２．４～３Ｘ高いｆmax、または２．４～３Ｘ大きい負荷をＥＭ違
反なく駆動する能力を可能にする。例示的な方法および装置の第２のセットでは、ＥＭは
、動作中に特定の相互接続部内で反対方向の電流フローをもたらす相互接続部のレイアウ
トを通じて低減される。入力キャパシタンスおよびｆmaxが２０ＳｏＣプロセス技術用よ
りも大きいＦｉｎＦＥＴプロセス技術にとって、値Ｉmaxの増大によりクロックセルがＥ
Ｍに適合できるようになり得る。
【００１７】
　[0036]図２は、ＣＭＯＳインバータの例示的なレイアウトを示すための第１の図２００
である。図２に示すように、ＣＭＯＳインバータは、複数のＰＭＯＳおよびＮＭＯＳトラ
ンジスタを含む。ＰＭＯＳトランジスタのソース２０２は、第１の金属層（第１の相互接
続レベルとも呼ばれる）上の相互接続部２２２を通じて互いに接続されている。ＰＭＯＳ
トランジスタの第１のサブセットのドレイン２０４は、第１の金属層上の相互接続部２２
４を通じて互いに接続されている。ＰＭＯＳトランジスタの第２のサブセットのドレイン
２０６は、第１の金属層上の相互接続部２２６を通じて互いに接続されている。相互接続
部２２４および相互接続部２２６は、第１の金属層上で分離されている。ＮＭＯＳトラン
ジスタのソース２１２は、第１の金属層上の相互接続部２３２を通じて互いに接続されて
いる。ＮＭＯＳトランジスタの第１のサブセットのドレイン２１４は、第１の金属層上の
相互接続部２３４を通じて互いに接続されている。ＮＭＯＳトランジスタの第２のサブセ
ットのドレイン２１６は、第１の金属層上の相互接続部２３６を通じて互いに接続されて
いる。相互接続部２３４および相互接続部２３６は、第１の金属層上で分離されている。
【００１８】
　[0037]相互接続部２２４、２２６は、ビア２４２、２４４を通じて第２の金属層（第２
の相互接続レベルとも呼ばれる）上の相互接続部２４０を通じて接続されている。相互接
続部２３４、２３６は、ビア２５２、２５４を通じて第２の金属層上の相互接続部２５０
を通じて接続されている。相互接続部２４０、２５０は、ビア２６２、２６４を通じて第
３の金属層（第３の相互接続レベルとも呼ばれる）上の相互接続部２６０を通じて接続さ
れている。ＰＭＯＳおよびＮＭＯＳトランジスタのゲート２７０は、すべて互いに接続さ
れている。ＣＭＯＳインバータの入力部は、ゲート２７０に接続されている。ＣＭＯＳイ
ンバータの出力部は、相互接続部２６０に接続されている。
【００１９】
　[0038]図３は、ＣＭＯＳインバータの例示的なレイアウトを示すための第２の図３００
である。図３に示すように、第１の金属層上の相互接続部２２４および第１の金属層上の
相互接続部２２６は、第１の金属層上で分離されている。相互接続部２２４、２２６の各
々の長さがｘマイクロメートルよりも短くなるように、相互接続部２２４、２２６は分離
され得る。さらに、図３に示すように、第１の金属層上の相互接続部２３４および第１の
金属層上の相互接続部２３６は、第１の金属層上で分離されている。相互接続部２３４、
２３６の各々の長さがｘマイクロメートルよりも短くなるように、相互接続部２３４、２
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３６は分離され得る。相互接続部２２４、２２６は、相互接続部２４０を通じて接続され
ている。相互接続部２４０は、ｘマイクロメートルよりも短い長さを有し得る。相互接続
部２３４、２３６は、相互接続部２５０を通じて接続されている。相互接続部２５０は、
ｘマイクロメートルよりも短い長さを有し得る。相互接続部２４０、２５０は、ＣＭＯＳ
インバータの出力部である相互接続部２６０を通じて接続されている。一構成では、ｘ＝
２であり、相互接続部２２４、２２６、２３４、２３６、２４０、２５０の各々は、２マ
イクロメートルよりも短い。相互接続部２２４、２２６を第１の金属層上で分離し相互接
続部２２４、２２６を第２の金属層上の相互接続部２４０を通じて接続することによって
、また相互接続部２３４、２３６を第１の金属層上で分離し相互接続部２３４、２３６を
第２の金属層上の相互接続部２５０を通じて接続することによって、この場合、相互接続
部２４０、２５０は、第３の金属層上の相互接続部２６０を通じて接続されており、相互
接続部２２４、２２６、２３４、２３６の各々の長さは縮小され得、それによって、相互
接続部２２４、２２６、２３４、２３６の各々の上でのバックストレスが増大する。相互
接続部２２４、２２６、２３４、２３６の各々の上でのバックストレスを増大させること
により、相互接続部２２４、２２６、２３４、２３６の各々におけるＥＭが低減され、値
Ｉmaxが増大する。
【００２０】
　[0039]図４は、ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第１のセットを示すための第
１の図４００である。ＣＭＯＳデバイスは、複数のＰＭＯＳおよびＮＭＯＳトランジスタ
を含んでよく、インバータであってよい。第１の金属層Ｍ１（すなわち、第１の相互接続
レベル）上の第１の相互接続部４０２は、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに
接続し得る。第１の金属層Ｍ１上の第２の相互接続部４０４は、ＰＭＯＳドレインの第２
のサブセットを互いに接続し得る。ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットは、ＰＭＯＳド
レインの第１のサブセットと異なる。第１の相互接続部４０２および第２の相互接続部４
０４は、第１の金属層Ｍ１上で分離されている。したがって、第１の相互接続部４０２お
よび第２の相互接続部４０４は、第１の金属層Ｍ１上で互いに直接接続されていない。第
１の金属層Ｍ１上の第３の相互接続部４０６は、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットを
互いに接続する。第１の金属層Ｍ１上の第４の相互接続部４０８は、ＮＭＯＳドレインの
第２のサブセットを互いに接続する。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、ＮＭＯＳ
ドレインの第１のサブセットと異なる。第３の相互接続部４０６および第４の相互接続部
４０８は、第１の金属層Ｍ１上で分離されている。したがって、第３の相互接続部４０６
および第４の相互接続部４０８は、第１の金属層Ｍ１上で互いに直接接続されていない。
ただし、図４に示すように、第１の相互接続部４０２、第２の相互接続部４０４、第３の
相互接続部４０６、および第４の相互接続部４０８は、少なくとも１つの他の相互接続レ
ベルを通じて互いに結合されている。第１の相互接続部４０２、第２の相互接続部４０４
、第３の相互接続部４０６、および第４の相互接続部４０８は、各々、長さがｘマイクロ
メートルよりも短くてよい。一構成では、ｘ＝２であり、第１の相互接続部４０２、第２
の相互接続部４０４、第３の相互接続部４０６、および第４の相互接続部４０８は、各々
、長さが２マイクロメートルよりも短い。
【００２１】
　[0040]図４に示すように、第２の金属層Ｍ２（すなわち、第２の相互接続レベル）上の
第５の相互接続部４１０は、ビア４１２、４１４を通じて第１の相互接続部４０２と第２
の相互接続部４０４とを互いに結合する。第２の金属層Ｍ２上の第６の相互接続部４２０
は、ビア４２２、４２４を通じて第３の相互接続部４０６と第４の相互接続部４０８とを
互いに結合する。第５の相互接続部４１０および第６の相互接続部４２０は、各々、長さ
がｘマイクロメートルよりも短くてよい。一構成では、ｘ＝２であり、第５の相互接続部
４１０および第６の相互接続部４２０は、各々、長さが２マイクロメートルよりも短い。
第３の金属層Ｍ３上の第７の相互接続部４３０は、ビア４３２、４３４を通じて第５の相
互接続部４１０と第６の相互接続部４２０とを互いに結合する。デバイスの出力部は、第
７の相互接続部４３０に接続されている。
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【００２２】
　[0041]図５は、ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第１のセットを示すための第
２の図５００である。ＣＭＯＳデバイスは、複数のＰＭＯＳおよびＮＭＯＳトランジスタ
を含んでよく、インバータであってよい。相互接続部の長さをしきい値（たとえば、２マ
イクロメートル）を超えて増大させることなくＣＭＯＳインバータの中のＰＭＯＳおよび
ＮＭＯＳトランジスタの数を増大させるために、ＣＭＯＳインバータは、図４の複数のデ
バイスを並列に利用することができる。第１の金属層Ｍ１上の第１の相互接続部５０２は
、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続し得る。第１の金属層Ｍ１上の第２
の相互接続部５０４は、ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続し得る。ＰＭ
ＯＳドレインの第２のサブセットは、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットと異なる。第
１の相互接続部５０２および第２の相互接続部５０４は、第１の金属層Ｍ１上で分離され
ている。したがって、第１の相互接続部５０２および第２の相互接続部５０４は、第１の
金属層Ｍ１上で互いに直接接続されていない。第１の金属層Ｍ１上の第３の相互接続部５
０６は、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続し得る。第１の金属層Ｍ１上
の第４の相互接続部５０８は、ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続し得る
。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットと異な
る。第３の相互接続部５０６および第４の相互接続部５０８は、第１の金属層Ｍ１上で分
離されている。したがって、第３の相互接続部５０６および第４の相互接続部５０８は、
第１の金属層Ｍ１上で互いに直接接続されていない。第２の金属層Ｍ２上の第５の相互接
続部５１０は、ビア５１２、５１４を通じて第１の相互接続部５０２と第２の相互接続部
５０４とを互いに結合する。第２の金属層Ｍ２上の第６の相互接続部５２０は、ビア５２
２、５２４を通じて第３の相互接続部５０６と第４の相互接続部５０８とを互いに結合す
る。
【００２３】
　[0042]第１の金属層Ｍ１上の第７の相互接続部５３２は、ＰＭＯＳドレインの第３のサ
ブセットを互いに接続する。第１の金属層Ｍ１上の第８の相互接続部５３４は、ＰＭＯＳ
ドレインの第４のサブセットを互いに接続する。ＰＭＯＳドレインの第４のサブセットは
、ＰＭＯＳドレインの第３のサブセットと異なる。第７の相互接続部５３２および第８の
相互接続部５３４は、第１の金属層Ｍ１上で分離されている。したがって、第７の相互接
続部５３２および第８の相互接続部５３４は、第１の金属層Ｍ１上で互いに直接接続され
ていない。第１の金属層Ｍ１上の第９の相互接続部５３６は、ＮＭＯＳドレインの第３の
サブセットを互いに接続する。第１の金属層Ｍ１上の第１０の相互接続部５３８は、ＮＭ
ＯＳドレインの第４のサブセットを互いに接続する。ＮＭＯＳドレインの第４のサブセッ
トは、ＮＭＯＳドレインの第３のサブセットと異なる。第９の相互接続部５３６および第
１０の相互接続部５３８は、第１の金属層Ｍ１上で分離されている。したがって、第９の
相互接続部５３６および第１０の相互接続部５３８は、第１の金属層Ｍ１上で互いに直接
接続されていない。第２の金属層Ｍ２上の第１１の相互接続部５４０は、ビア５４２、５
４４を通じて第７の相互接続部５３２と第８の相互接続部５３４とを互いに結合する。第
２の金属層Ｍ２上の第１２の相互接続部５５０は、ビア５５２、５５４を通じて第９の相
互接続部５３６と第１０の相互接続部５３８とを互いに結合する。第３の金属層Ｍ３上の
第１３の相互接続部５６０は、ビア５６２、５６４、５６６、５６８を通じて、第５の相
互接続部５１０と、第６の相互接続部５２０と、第１１の相互接続部５４０と、第１２の
相互接続部５５０とを互いに結合する。
【００２４】
　[0043]図５に示すように、第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５０２、５０４、５３２、
５３４の第１のセットは、ＰＭＯＳドレインの異なるサブセットを互いに接続し得る。相
互接続部５０２、５０４、５３２、５３４の第１のセットの中の各相互接続部は、第１の
金属層Ｍ１上で相互接続部５０２、５０４、５３２、５３４の第１のセットの中の他の相
互接続部から分離されている。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５０６、５０８、５３６
、５３８の第２のセットは、ＮＭＯＳドレインの異なるサブセットを互いに接続する。相
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互接続部５０６、５０８、５３６、５３８の第２のセットの中の各相互接続部は、第１の
金属層Ｍ１上で相互接続部５０６、５０８、５３６、５３８の第２のセットの中の他の相
互接続部から分離されている。相互接続部５１０、５４０の第３のセットの第１のサブセ
ット５１０は、相互接続部５０２、５０４、５３２、５３４の第１のセットの第１のサブ
セット５０２、５０４の中の相互接続部の隣接する異なるペアを互いに結合する。相互接
続部５１０、５４０の第３のセットの第２のサブセット５４０は、相互接続部５０２、５
０４、５３２、５３４の第１のセットの第２のサブセット５３２、５３４の中の相互接続
部の隣接する異なるペアを互いに結合する。相互接続部５２０、５５０の第４のセットの
第１のサブセット５２０は、相互接続部５０６、５０８、５３６、５３８の第２のセット
の第１のサブセット５０６、５０８の中の相互接続部の隣接する異なるペアを互いに結合
する。相互接続部５２０、５５０の第４のセットの第２のサブセット５５０は、相互接続
部５０６、５０８、５３６、５３８の第２のセットの第２のサブセット５３６、５３８の
中の相互接続部の隣接する異なるペアを互いに結合する。第３の金属層Ｍ３上の第５の相
互接続部５６０は、相互接続部５１０、５４０の第３のセットの中の相互接続部の各々を
、相互接続部５２０、５５０の第４のセットの中の相互接続部の各々に結合する。
【００２５】
　[0044]相互接続部５０２、５０４、５３２、５３４の第１のセットおよび相互接続部５
０６、５０８、５３６、５３８の第２のセットの中の各相互接続部は、長さがｘマイクロ
メートルよりも短くてよい。さらに、相互接続部５１０、５４０の第３のセットおよび相
互接続部５２０、５５０の第４のセットの中の各相互接続部は、長さがｘマイクロメート
ルよりも短くてよい。一構成では、ｘ＝２である。
【００２６】
　[0045]図６は、ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第１のセットを示すための第
３の図６００である。ＣＭＯＳデバイスは、複数のＰＭＯＳおよびＮＭＯＳトランジスタ
を含んでよく、インバータであってよい。相互接続部の長さをしきい値（たとえば、２マ
イクロメートル）を超えて増大させることなくＣＭＯＳインバータの中のＰＭＯＳおよび
ＮＭＯＳトランジスタの数を増大させるために、ＣＭＯＳインバータは、図４の複数のデ
バイスを直列に利用することができる。第１の金属層Ｍ１上の第１の相互接続部６０２は
、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続し得る。第１の金属層Ｍ１上の第２
の相互接続部６０４は、ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続し得る。ＰＭ
ＯＳドレインの第２のサブセットは、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットと異なる。第
１の相互接続部６０２および第２の相互接続部６０４は、第１の金属層Ｍ１上で分離され
ている。したがって、第１の相互接続部６０２および第２の相互接続部６０４は、第１の
金属層Ｍ１上で互いに直接接続されていない。第１の金属層Ｍ１上の第３の相互接続部６
１２は、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続し得る。第１の金属層Ｍ１上
の第４の相互接続部６１４は、ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続し得る
。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットと異な
る。第３の相互接続部６１２および第４の相互接続部６１４は、第１の金属層Ｍ１上で分
離されている。したがって、第３の相互接続部６１２および第４の相互接続部６１４は、
第１の金属層Ｍ１上で互いに直接接続されていない。
【００２７】
　[0046]第１の金属層Ｍ１上の第５の相互接続部６０６は、ＰＭＯＳドレインの第３のサ
ブセットを互いに接続し得る。ＰＭＯＳドレインの第３のサブセットは、ＰＭＯＳドレイ
ンの第１および第２のサブセットと異なる。第３の相互接続部６０６および第２の相互接
続部６０４は、第１の金属層Ｍ１上で分離されている。したがって、第３の相互接続部６
０６および第２の相互接続部６０４は、第１の金属層Ｍ１上で互いに直接接続されていな
い。第１の金属層Ｍ１上の第６の相互接続部６１６は、ＮＭＯＳドレインの第３のサブセ
ットを互いに接続し得る。ＮＭＯＳドレインの第３のサブセットは、ＮＭＯＳドレインの
第１および第２のサブセットと異なる。第６の相互接続部６１６および第４の相互接続部
６１４は、第１の金属層Ｍ１上で分離されている。したがって、第６の相互接続部６１６
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および第４の相互接続部６１４は、第１の金属層Ｍ１上で互いに直接接続されていない。
【００２８】
　[0047]図６に示すように、第１の金属層Ｍ１上の相互接続部６０２、６０４、６０６の
第１のセットは、ＰＭＯＳドレインの異なるサブセットを互いに接続し得る。相互接続部
６０２、６０４、６０６の第１のセットの中の各相互接続部は、第１の金属層Ｍ１上で相
互接続部６０２、６０４、６０６の第１のセットの中の他の相互接続部から分離されてい
る。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部６１２、６１４、６１６の第２のセットは、ＮＭＯ
Ｓドレインの異なるサブセットを互いに接続する。相互接続部６１２、６１４、６１６の
第２のセットの中の各相互接続部は、第１の金属層Ｍ１上で相互接続部６１２、６１４、
６１６の第２のセットの中の他の相互接続部から分離されている。第２の金属層Ｍ２上の
相互接続部６２０、６２２の第３のセットは、ビア６３０、６３２、６３４、および６３
６を通じて、相互接続部６０２、６０４、６０６の第１のセットの中の相互接続部の隣接
する異なるペアを互いに結合する。第２の金属層Ｍ２上の相互接続部６２４、６２６の第
４のセットは、ビア６４０、６４２、６４４、および６４６を通じて、相互接続部６１２
、６１４、６１６の第２のセットの中の相互接続部の隣接する異なるペアを互いに結合す
る。第３の金属層Ｍ３上の相互接続部６６０、６７０の第５のセットは、相互接続部６２
０、６２２の第３のセットの中からのビア６６２および６７２を通じた相互接続部と、相
互接続部６２４、６２６の第４のセットの中からのビア６６４および６７４を通じた相互
接続部とを含む、相互接続部の隣接する異なるペアを結合する。相互接続部６６０、６７
０の第５のセットの中の各相互接続部は、互いに結合されている。
【００２９】
　[0048]相互接続部の第１のセットおよび相互接続部の第２のセットの中の各相互接続部
は、長さがｘマイクロメートルよりも短くてよい。さらに、相互接続部の第３のセットお
よび相互接続部の第４のセットの中の各相互接続部は、長さがｘマイクロメートルよりも
短くてよい。一構成では、ｘ＝２である。
【００３０】
　[0049]図７Ａは、ＣＭＯＳデバイスの相互接続部内の電流フローを示すための図７００
である。図７Ｂは、図７Ａの図の相互接続部内の電流フローのグラフ７５０である。図７
Ｂでは、期間τは、ＮＭＯＳトランジスタがターンオンされた時と、その後でターンオフ
された後に再びターンオンされる時との間の時間期間、またはＰＭＯＳトランジスタがタ
ーンオンされた時と、その後でターンオフされた後に再びターンオンされる時との間の時
間期間である。ＣＭＯＳデバイスがインバータであり、第１の金属層Ｍ１上の相互接続部
７０２が複数のＰＭＯＳドレインを互いに接続し、第１の金属層Ｍ１上の相互接続部７０
４が複数のＮＭＯＳドレインを互いに接続していると仮定する。第２の金属層Ｍ２上の相
互接続部７０６は、相互接続部７０２に接続されている。第２の金属層Ｍ２上の相互接続
部７０８は、相互接続部７０４に接続されている。第３の金属層Ｍ３上の相互接続部７１
０は、相互接続部７０６、７０８に接続されている。ＣＭＯＳデバイスの出力部７１２は
、相互接続部７１０の上に位置する。ＮＭＯＳトランジスタがターンオフされＰＭＯＳト
ランジスタがターンオンされると、電流７１４は、ＰＭＯＳトランジスタのソースからＰ
ＭＯＳトランジスタのドレインへ、また相互接続部７０２、７０６、７１０を通じて出力
部７１２へ流れる。ＰＭＯＳトランジスタがターンオフされＮＭＯＳトランジスタがター
ンオンされると、電流７１６は、出力部７１２から相互接続部７１０、７０８、７０４を
通じてＮＭＯＳトランジスタのドレインへ、次いで、ＮＭＯＳトランジスタのソースへ流
れる。相互接続部７０２、７０４、７０６、７０８を通る電流７１４、７１６は、図７Ｂ
に示すように単方向である。
【００３１】
　[0050]図８は、ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第２のセットを示すための第
１の図８００である。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部７０２が複数のＰＭＯＳドレイン
を互いに接続し、第１の金属層Ｍ１上の相互接続部７０４が複数のＮＭＯＳドレインを互
いに接続していると仮定する。第２の金属層Ｍ２上の相互接続部７０６は、相互接続部７
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０２に接続されている。第２の金属層Ｍ２上の相互接続部７０８は、相互接続部７０４に
接続されている。第３の金属層Ｍ３上の相互接続部７１０は、相互接続部７０６、７０８
に接続されている。例示的なレイアウトでは、第１の金属層Ｍ１上の相互接続部７２０は
、相互接続部７１０の片側で相互接続部７０２、７０４を互いに接続し、第１の金属層Ｍ
１上の相互接続部７３０は、相互接続部７１０の向こう側で相互接続部７０２、７０４を
互いに接続する。図８００は、相互接続部７１０の下方で相互接続部７０２、７０４を互
いに接続する相互接続部７１８を示す。ただし、レイアウトは、相互接続部７１８を含ま
ないことがある。
【００３２】
　[0051]図９Ａは、例示的なＣＭＯＳデバイスの相互接続部内の電流フローを示すための
第１の図９００である。図９Ｂは、例示的なＣＭＯＳデバイスの相互接続部内の電流フロ
ーを示すための第２の図９３０である。図９Ｃは、図９Ａおよび図９Ｂの図の相互接続部
内の電流フローのグラフ９６０である。図９Ｃでは、期間τは、ＮＭＯＳトランジスタが
ターンオンされた時と、その後でターンオフされた後に再びターンオンされる時との間の
時間期間、またはＰＭＯＳトランジスタがターンオンされた時と、その後でターンオフさ
れた後に再びターンオンされる時との間の時間期間である。第１の金属層Ｍ１上の相互接
続部７０２が複数のＰＭＯＳドレインを互いに接続し、第１の金属層Ｍ１上の相互接続部
７０４が複数のＮＭＯＳドレインを互いに接続していると仮定する。第２の金属層Ｍ２上
の相互接続部７０６は、相互接続部７０２に接続されている。第２の金属層Ｍ２上の相互
接続部７０８は、相互接続部７０４に接続されている。第３の金属層Ｍ３上の相互接続部
７１０は、相互接続部７０６、７０８に接続されている。ＣＭＯＳデバイスの出力部７１
２は、相互接続部７１０の上に位置する。ＮＭＯＳトランジスタがターンオフされＰＭＯ
Ｓトランジスタがターンオンされると、電流７５０、７５４は、相互接続部７０２、７０
６、７１０を通じて出力部７１２へ流れ、電流７５２は、相互接続部７０２、７２０、７
０４、７０８、７１０を通じて出力部７１２へ流れ、電流７５６は、相互接続部７０２、
７３０、７０４、７０８、７１０を通じて出力部７１２へ流れる。しかしながら、ＮＭＯ
ＳトランジスタがターンオンされＰＭＯＳトランジスタがターンオフされると、電流７６
２、７６６は、出力部７１２から通じて、相互接続部７１０、７０８、７０４を通じて流
れ、電流７６０は、出力部７１２から相互接続部７１０、７０６、７０２、７２０、７０
４を通じて流れ、電流７６４は、出力部７１２から相互接続部７１０、７０６、７０２、
７３０、７０４を通じて流れる。
【００３３】
　[0052]図９Ａ、図９Ｂに示すように、ＣＭＯＳデバイスの動作中、電流は、相互接続部
７０６、７０２の中を相互接続部７２０と７１０との間で、相互接続部７０６、７０２の
中を相互接続部７３０と７１０との間で、相互接続部７０８、７０４の中を相互接続部７
２０と７１０との間で、相互接続部７０８、７０４の中を相互接続部７３０と７１０との
間で、反対方向に流れる。したがって、図９Ｃに示すように、相互接続部７２０、７３０
を含むことによって、電流は、ＣＭＯＳデバイスの動作中、相互接続部７０２、７０４、
７０６、７０８の中を反対方向に流れる。電流がＣＭＯＳデバイスの動作中に相互接続部
７０２、７０４、７０６、７０８の中を反対方向に流れるので、電子風が相互接続部を通
じて反対方向に流れるためＥＭ相互接続劣化は効果的に低減される。
【００３４】
　[0053]再び図９Ａ、図９Ｂを参照すると、相互接続部７２０、７３０は、相互接続部７
１０と平行であり、相互接続部７１０から距離ｄiだけオフセットしている。距離ｄi≧ｄ
であり、ここで、距離ｄは、電流ｉ1　７５０が電流ｉ5　７６０にほぼ等しく、電流ｉ2

　７５２が電流ｉ6　７６２にほぼ等しく、電流ｉ3　７５４が電流ｉ7　７６４にほぼ等
しく、および／または電流ｉ4　７５６が電流ｉ8　７６６にほぼ等しくなるような距離に
ほぼ等しい。
【００３５】
　[0054]図１０は、ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第２のセットを示すための
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第２の図１０００である。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部７０２が複数のＰＭＯＳドレ
インを互いに接続し、第１の金属層Ｍ１上の相互接続部７０４が複数のＮＭＯＳドレイン
を互いに接続していると仮定する。第２の金属層Ｍ２上の相互接続部７０６は、相互接続
部７０２に接続されている。第２の金属層Ｍ２上の相互接続部７０８は、相互接続部７０
４に接続されている。第３の金属層Ｍ３上の相互接続部７１０は、相互接続部７０６、７
０８に接続されている。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部７２０は、相互接続部７１０の
片側で相互接続部７０２、７０４を互いに接続し、第１の金属層Ｍ１上の相互接続部７３
０は、相互接続部７１０の向こう側で相互接続部７０２、７０４を互いに接続する。図８
に関して上記で説明したように、相互接続部７１８は、相互接続部７１０の下方で相互接
続部７０２、７０４を互いに接続し得る。
【００３６】
　[0055]図１１は、ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第３のセットを示すための
第１の図１１００である。ＣＭＯＳデバイスは、複数のＰＭＯＳおよびＮＭＯＳトランジ
スタを含んでよく、インバータであってよい。第１の金属層Ｍ１（すなわち、第１の相互
接続レベル）上の相互接続部４０２は、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接
続し得る。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部４０４は、ＰＭＯＳドレインの第２のサブセ
ットを互いに接続し得る。相互接続部４０２、４０４は、第１の金属層Ｍ１上で分離され
ている。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部４０６は、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセッ
トを互いに接続し得る。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部４０８は、ＮＭＯＳドレインの
第２のサブセットを互いに接続し得る。相互接続部４０６、４０８は、第１の金属層Ｍ１
上で分離されている。第２の金属層Ｍ２（すなわち、第２の相互接続レベル）上の相互接
続部４１０は、相互接続部４０２、４０４を互いに結合する。第２の金属層Ｍ２上の相互
接続部４２０は、相互接続部４０６、４０８を互いに結合する。第３の金属層Ｍ３上の相
互接続部４３０は、相互接続部４１０、４２０を互いに結合する。第１の金属層Ｍ１上の
相互接続部４７０は、相互接続部４０２、４０６を互いに結合する。第１の金属層Ｍ１上
の相互接続部４８０は、相互接続部４０４、４０８を互いに結合する。図４に関して説明
したように、相互接続部４０２、４０４、４０６、４０８、４１０、４２０は、各々、長
さがｘマイクロメートルよりも短くてよい。一構成では、ｘ＝２であり、相互接続部４０
２、４０４、４０６、４０８、４１０、４２０は、各々、長さが２マイクロメートルより
も短い。相互接続部４０２、４０４、４０６、４０８、４１０、４２０の長さを２マイク
ロメートルよりも短くして、相互接続部４０２、４０４、４０６、４０８、４１０、４２
０におけるＥＭ相互接続劣化が低減される。さらに、相互接続部４７０、４８０が相互接
続部４３０と平行な電流経路を形成して、図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃに関して上記で説明し
たように、ＥＭ相互接続劣化は相互接続部４０２、４０４、４０６、４０８、４１０、４
２０を通じてさらに低減される。
【００３７】
　[0056]図１２は、ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第３のセットを示すための
第２の図１２００である。ＣＭＯＳデバイスは、複数のＰＭＯＳおよびＮＭＯＳトランジ
スタを含んでよく、インバータであってよい。相互接続部の長さをしきい値（たとえば、
２マイクロメートル）を超えて増大させることなくＣＭＯＳインバータの中のＰＭＯＳお
よびＮＭＯＳトランジスタの数を増大させるために、ＣＭＯＳインバータは、図１１の複
数のデバイスを並列に利用することができる。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５０２は
、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続し得る。第１の金属層Ｍ１上の相互
接続部５０４は、ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続し得る。相互接続部
５０２、５０４は、第１の金属層Ｍ１上で分離されている。第１の金属層Ｍ１上の相互接
続部５０６は、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続し得る。第１の金属層
Ｍ１上の相互接続部５０８は、ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続し得る
。相互接続部５０６、５０８は、第１の金属層Ｍ１上で分離されている。第２の金属層Ｍ
２上の相互接続部５１０は、相互接続部５０２、５０４を互いに結合する。第２の金属層
Ｍ２上の相互接続部５２０は、相互接続部５０６、５０８を互いに結合する。
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【００３８】
　[0057]第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５３２は、ＰＭＯＳドレインの第３のサブセッ
トを互いに接続し得る。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５３４は、ＰＭＯＳドレインの
第４のサブセットを互いに接続し得る。相互接続部５３２、５３４は、第１の金属層Ｍ１
上で分離されている。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５３６は、ＮＭＯＳドレインの第
３のサブセットを互いに接続し得る。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５３８は、ＮＭＯ
Ｓドレインの第４のサブセットを互いに接続し得る。相互接続部５３６、５３８は、第１
の金属層Ｍ１上で分離されている。第２の金属層Ｍ２上の相互接続部５４０は、相互接続
部５３２、５３４を互いに結合する。第２の金属層Ｍ２上の相互接続部５５０は、相互接
続部５３６、５３８を互いに結合する。第３の金属層Ｍ３上の相互接続部５６０は、相互
接続部５１０、５２０、５４０、５５０を互いに結合する。
【００３９】
　[0058]第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５７０は、相互接続部５０２、５０６を互いに
結合する。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５７２は、相互接続部５０４、５０８を互い
に結合する。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５７４は、相互接続部５３２、５３６を互
いに結合する。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部５７６は、相互接続部５３４、５３８を
互いに結合する。図５に関して説明したように、相互接続部５０２、５０４、５０６、５
０８、５１０、５２０、５３２、５３４、５３６、５３８、５４０、５５０は、各々、長
さがｘマイクロメートルよりも短くてよい。一構成では、ｘ＝２であり、相互接続部５０
２、５０４、５０６、５０８、５１０、５２０、５３２、５３４、５３６、５３８、５４
０、５５０は、各々、長さが２マイクロメートルよりも短い。相互接続部５０２、５０４
、５０６、５０８、５１０、５２０、５３２、５３４、５３６、５３８、５４０、５５０
の長さを２マイクロメートルよりも短くして、相互接続部５０２、５０４、５０６、５０
８、５１０、５２０、５３２、５３４、５３６、５３８、５４０、５５０におけるＥＭ相
互接続劣化が低減される。さらに、相互接続部５７０、５７２、５７４、５７６が相互接
続部５６０と平行な電流経路を形成して、図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃに関して上記で説明し
たように、ＥＭ相互接続劣化は相互接続部５０２、５０４、５０６、５０８、５１０、５
２０、５３２、５３４、５３６、５３８、５４０、５５０を通じてさらに低減される。
【００４０】
　[0059]図１３は、ＣＭＯＳデバイスの例示的なレイアウトの第３のセットを示すための
第３の図１３００である。ＣＭＯＳデバイスは、複数のＰＭＯＳおよびＮＭＯＳトランジ
スタを含んでよく、インバータであってよい。相互接続部の長さをしきい値（たとえば、
２マイクロメートル）を超えて増大させることなくＣＭＯＳインバータの中のＰＭＯＳお
よびＮＭＯＳトランジスタの数を増大させるために、ＣＭＯＳインバータは、図１１の複
数のデバイスを直列に利用することができる。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部６０２は
、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続し得る。第１の金属層Ｍ１上の相互
接続部６０４は、ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続し得る。相互接続部
６０２、６０４は、第１の金属層Ｍ１上で分離されている。第１の金属層Ｍ１上の相互接
続部６１２は、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続し得る。第１の金属層
Ｍ１上の相互接続部６１４は、ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続し得る
。相互接続部６１２、６１４は、第１の金属層Ｍ１上で分離されている。
【００４１】
　[0060]第１の金属層Ｍ１上の相互接続部６０６は、ＰＭＯＳドレインの第３のサブセッ
トを互いに接続し得る。相互接続部６０６、６０４は、第１の金属層Ｍ１上で分離されて
いる。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部６１６は、ＮＭＯＳドレインの第３のサブセット
を互いに接続し得る。相互接続部６１６、６１４は、第１の金属層Ｍ１上で分離されてい
る。図１３に示すように、第１の金属層Ｍ１上の相互接続部６０２、６０４、６０６の第
１のセットは、ＰＭＯＳドレインの異なるサブセットを互いに接続し得る。相互接続部６
０２、６０４、６０６の第１のセットの中の各相互接続部は、第１の金属層Ｍ１上で相互
接続部６０２、６０４、６０６の第１のセットの中の他の相互接続部から分離されている
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。第１の金属層Ｍ１上の相互接続部６１２、６１４、６１６の第２のセットは、ＮＭＯＳ
ドレインの異なるサブセットを互いに接続する。相互接続部６１２、６１４、６１６の第
２のセットの中の各相互接続部は、第１の金属層Ｍ１上で相互接続部６１２、６１４、６
１６の第２のセットの中の他の相互接続部から分離されている。第２の金属層Ｍ２上の相
互接続部６２０、６２２の第３のセットは、相互接続部６０２、６０４、６０６の第１の
セットの中の相互接続部の隣接する異なるペアを互いに結合する。第２の金属層Ｍ２上の
相互接続部６２４、６２６の第４のセットは、相互接続部６１２、６１４、６１６の第２
のセットの中の相互接続部の隣接する異なるペアを互いに結合する。第３の金属層Ｍ３上
の相互接続部６６０、６７０の第５のセットは、相互接続部６２０、６２２の第３のセッ
トの中からの相互接続部と、相互接続部６２４、６２６の第４のセットの中からの相互接
続部とを含む、相互接続部の隣接する異なるペアを結合する。相互接続部６６０、６７０
の第５のセットの中の各相互接続部は、互いに結合されている。
【００４２】
　[0061]相互接続部６８０は、相互接続部６０２、６１２を互いに結合し、相互接続部６
８２は、相互接続部６０４、６１４を互いに結合し、相互接続部６８４は、相互接続部６
０６、６１６を互いに結合する。相互接続部の第１、第２、第３、および第４のセットの
中の各相互接続部６０２、６０４、６０６、６１２、６１４、６１６、６２０、６２２、
６２４、６２６は、長さがｘマイクロメートルよりも短くてよい。一構成では、ｘ＝２で
ある。相互接続部６０２、６０４、６０６、６１２、６１４、６１６、６２０、６２２、
６２４、６２６の長さを２マイクロメートルよりも短くして、それらの相互接続部におけ
るＥＭ相互接続劣化は低減される。さらに、相互接続部６８０、６８２、６８４が相互接
続部６６０、６７０と平行な電流経路を形成して、図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃに関して上記
で説明したように、ＥＭ相互接続劣化は相互接続部６０２、６０４、６０６、６１２、６
１４、６１６、６２０、６２２、６２４、６２６を通じてさらに低減される。
【００４３】
　[0062]図１４は、ＣＭＯＳデバイスをレイアウトする第１の方法のフローチャート１４
００である。ＣＭＯＳデバイスは、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトラン
ジスタと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含む。ステッ
プ１４０２において、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットは、相互接続レベル上の第１
の相互接続部と相互接続される。ステップ１４０４において、ＰＭＯＳドレインの第２の
サブセットは、相互接続レベル上の第２の相互接続部と相互接続される。ＰＭＯＳドレイ
ンの第２のサブセットは、相互接続レベル上でＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから
分離される。ステップ１４０６において、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットは、相互
接続レベル上の第３の相互接続部と相互接続される。ステップ１４０８において、ＮＭＯ
Ｓドレインの第２のサブセットは、相互接続レベル上の第４の相互接続部と相互接続され
る。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レベル上でＮＭＯＳドレインの第
１のサブセットから分離される。第１の相互接続部、第２の相互接続部、第３の相互接続
部、および第４の相互接続部は、少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じて互いに結
合される。
【００４４】
　[0063]たとえば、図４を参照すると、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットは、第１の
金属層Ｍ１上の第１の相互接続部４０２と相互接続されている。ＰＭＯＳドレインの第２
のサブセットは、第１の金属層Ｍ１上の第２の相互接続部４０４と相互接続されている。
相互接続部４０２、４０４が第１の金属層Ｍ１上で分離されているので、ＰＭＯＳドレイ
ンの第２のサブセットは、第１の金属層Ｍ１上でＰＭＯＳドレインの第１のサブセットか
ら分離される。ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットは、第１の金属層Ｍ１上の第３の相
互接続部４０６と相互接続されている。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、第１の
金属層Ｍ１の第４の相互接続部４０８と相互接続されている。相互接続部４０６、４０８
が第１の金属層Ｍ１上で分離されているので、ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、
第１の金属層Ｍ１上でＮＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離される。第１の相互
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接続部４０２、第２の相互接続部４０４、第３の相互接続部４０６、および第４の相互接
続部４０８は、第２の金属層Ｍ２や第３の金属層Ｍ３などの少なくとも１つの他の金属層
を通じて互いに結合されている。
【００４５】
　[0064]図４に示すように、第１の相互接続部４０２、第２の相互接続部４０４、第３の
相互接続部４０６、および第４の相互接続部４０８は、各々、長さが２マイクロメートル
よりも短くてよい。第１の相互接続部４０２および第２の相互接続部４０４は、第２の相
互接続レベル（たとえば、第２の金属層Ｍ２）上の第５の相互接続部４１０と相互接続さ
れ得る。第３の相互接続部４０６および第４の相互接続部４０８は、第２の相互接続レベ
ル上の第６の相互接続部４２０と相互接続され得る。第５の相互接続部４１０および第６
の相互接続部４２０は、各々、長さが２マイクロメートルよりも短くてよい。第５の相互
接続部４１０および第６の相互接続部４２０は、第３の相互接続部（たとえば、第３の金
属層Ｍ３）上の第７の相互接続部４３０と相互接続され得る。デバイスの出力部は、第７
の相互接続部４３０に接続され得る。ＣＭＯＳデバイスは、インバータであってよい。Ｐ
ＭＯＳトランジスタは、ＰＭＯＳゲートとＰＭＯＳソースとを各々有し得る。ＮＭＯＳト
ランジスタは、ＮＭＯＳゲートとＮＭＯＳソースとを各々有し得る。ＮＭＯＳトランジス
タのＮＭＯＳソースは、互いに結合され得る。ＰＭＯＳトランジスタのＰＭＯＳソースは
、一緒にあり得る。ＰＭＯＳトランジスタのＰＭＯＳゲートおよびＮＭＯＳトランジスタ
のＮＭＯＳゲートは、互いに結合され得る。
【００４６】
　[0065]図１５は、ＣＭＯＳデバイスを動作させる第１の方法のフローチャート１５００
である。ＣＭＯＳデバイスは、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジス
タと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含む。ステップ１
５０２において、第１の電流は、相互接続レベル上の第１の相互接続部と相互接続されて
いるＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから流れる。ステップ１５０４において、第２
の電流は、相互接続レベル上の第２の相互接続部と相互接続されているＰＭＯＳドレイン
の第２のサブセットから流れる。ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レベ
ル上でＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離されている。ステップ１５０６にお
いて、第３の電流は、相互接続レベル上の第３の相互接続部と相互接続されているＮＭＯ
Ｓドレインの第１のサブセットへ流れる。ステップ１５０８において、第４の電流は、相
互接続レベル上の第４の相互接続部と相互接続されているＮＭＯＳドレインの第２のサブ
セットへ流れる。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レベル上でＮＭＯＳ
ドレインの第１のサブセットから分離されている。第１の相互接続部、第２の相互接続部
、第３の相互接続部、および第４の相互接続部は、少なくとも１つの他の相互接続レベル
を通じて互いに結合されている。ＣＭＯＳデバイスが低入力を受け取ると、第１の電流お
よび第２の電流は、少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じてＣＭＯＳデバイスの出
力部へ流れる。ＣＭＯＳデバイスが高入力を受け取ると、第３の電流および第４の電流は
、ＣＭＯＳデバイスの出力部から少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じて流れる。
【００４７】
　[0066]たとえば、図４を参照すると、第１の電流は、第１の金属層Ｍ１上の第１の相互
接続部４０２と相互接続されているＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから流れる。第
２の電流は、第１の金属層Ｍ１上の第２の相互接続部４０４と相互接続されているＰＭＯ
Ｓドレインの第２のサブセットから流れる。相互接続部４０２、４０４が第１の金属層Ｍ
１上で分離されているので、ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットは、第１の金属層Ｍ１
上でＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離される。第３の電流は、第１の金属層
Ｍ１上の第３の相互接続部４０６と相互接続されているＮＭＯＳドレインの第１のサブセ
ットへ流れる。第４の電流は、第１の金属層Ｍ１上の第４の相互接続部４０８と相互接続
されているＮＭＯＳドレインの第２のサブセットへ流れる。相互接続部４０６、４０８が
第１の金属層Ｍ１上で分離されているので、ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、第
１の金属層Ｍ１上でＮＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離される。第１の相互接
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続部４０２、第２の相互接続部４０４、第３の相互接続部４０６、および第４の相互接続
部４０８は、第２の金属層Ｍ２や第３の金属層Ｍ３などの少なくとも１つの他の相互接続
レベルを通じて互いに結合されている。ＣＭＯＳデバイスが低入力を受け取ると、第１の
電流および第２の電流は、少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じてＣＭＯＳデバイ
スの出力部へ流れる。ＣＭＯＳデバイスが高入力を受け取ると、第３の電流および第４の
電流は、ＣＭＯＳデバイスの出力部から少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じて流
れる。
【００４８】
　[0067]第１の相互接続部４０２、第２の相互接続部４０４、第３の相互接続部４０６、
および第４の相互接続部４０８は、各々、長さが２マイクロメートルよりも短くてよい。
第１の相互接続部４０２および第２の相互接続部４０４は、第２の相互接続レベル（たと
えば、第２の金属層Ｍ２）上の第５の相互接続部４１０と相互接続され得、第３の相互接
続部４０６および第４の相互接続部４０８は、第２の相互接続レベル上の第６の相互接続
部４２０と相互接続され得る。第５の相互接続部４１０および第６の相互接続部４２０は
、各々、長さが２マイクロメートルよりも短くてよい。第５の相互接続部４１０および第
６の相互接続部４２０は、第３の相互接続レベル（たとえば、第３の金属層Ｍ３）上の第
７の相互接続部４３０と相互接続され得る。デバイスの出力部は、第７の相互接続部４３
０に接続され得る。ＣＭＯＳデバイスは、インバータであってよい。ＰＭＯＳトランジス
タは、ＰＭＯＳゲートとＰＭＯＳソースとを各々有し得る。ＮＭＯＳトランジスタは、Ｎ
ＭＯＳゲートとＮＭＯＳソースとを各々有し得る。ＮＭＯＳトランジスタのＮＭＯＳソー
スは、互いに結合され得る。ＰＭＯＳトランジスタのＰＭＯＳソースは、互いに結合され
得る。ＰＭＯＳトランジスタのＰＭＯＳゲートおよびＮＭＯＳトランジスタのＮＭＯＳゲ
ートは、互いに結合され得る。
【００４９】
　[0068]図１６は、ＣＭＯＳデバイスをレイアウトする第２の方法のフローチャート１６
００である。ＣＭＯＳデバイスは、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトラン
ジスタと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含む。ステッ
プ１６０２において、ＰＭＯＳドレインは、相互接続レベル上の、長さ方向で延在する第
１の相互接続部と相互接続される。ステップ１６０４において、ＮＭＯＳドレインは、相
互接続レベル上の、長さ方向で延在する第２の相互接続部と相互接続される。ステップ１
６０６において、第１の相互接続部および第２の相互接続部は、少なくとも１つのさらな
る相互接続レベル上の相互接続部のセットと相互接続される。ステップ１６０８において
、第１の相互接続部および第２の相互接続部は、相互接続レベル上の、長さ方向と垂直に
延在し相互接続部のセットからオフセットする第３の相互接続部と相互接続される。
【００５０】
　[0069]たとえば、図９Ａ、図９Ｂを参照すると、ＰＭＯＳドレインは、第１の金属層Ｍ
１上の、長さ方向で延在する第１の相互接続部７０２と相互接続されている。ＮＭＯＳド
レインは、第１の金属層Ｍ１上の、長さ方向で延在する第２の相互接続部７０４と相互接
続されている。第１の相互接続部７０２および第２の相互接続部７０４は、第２の金属層
Ｍ２や第３の金属層Ｍ３などの少なくとも１つのさらなる相互接続レベル上の、相互接続
部７０６、７０８、７１０のセットと相互接続されている。第１の相互接続部７０２およ
び第２の相互接続部７０４は、第１の金属層Ｍ１上の、長さ方向と垂直に延在し相互接続
部７０６、７０８、７１０のセットからオフセットする第３の相互接続部７２０と相互接
続されている。
【００５１】
　[0070]第１の相互接続部７０２および第２の相互接続部７０４は、相互接続レベル（た
とえば、第１の金属層Ｍ１）上の、長さ方向と垂直に延在し相互接続部７０６、７０８、
７１０のセットからオフセットする第４の相互接続部７３０と相互接続され得る。第３の
相互接続部７２０および第４の相互接続部７３０は、相互接続部７０６、７０８、７１０
のセットの両側にあってよい。少なくとも１つのさらなる相互接続レベル（たとえば、第
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２の金属層Ｍ２および第３の金属層Ｍ３）は、第２の相互接続レベル（たとえば、第２の
金属層Ｍ２）と第３の相互接続レベル（たとえば、第３の金属層Ｍ３）とを含んでよく、
相互接続部７０６、７０８、７１０のセットは、第２の相互接続レベル上の、第１の相互
接続部７０２に結合されている第５の相互接続部７０６と、第２の相互接続レベル上の、
第２の相互接続部７０４に結合されている第６の相互接続部７０８と、第３の相互接続レ
ベル上の、第５の相互接続部７０６および第６の相互接続部７０８を互いに結合する第７
の相互接続部７１０とを含み得る。第７の相互接続部７１０は、デバイスの出力部であっ
てよい。第３の相互接続部７２０および第４の相互接続部７３０は、第７の相互接続部７
１０と平行であってよく、第７の相互接続部７１０から少なくとも距離ｄだけオフセット
されてよい。距離ｄは、ＰＭＯＳトランジスタをターンオンしＮＭＯＳトランジスタをタ
ーンオフすると第１の相互接続部７０２の中を第３の相互接続部７２０と第７の相互接続
部７１０との間で流れる電流ｉ1が、ＰＭＯＳトランジスタをターンオフしＮＭＯＳトラ
ンジスタをターンオンすると第１の相互接続部７０２の中を第７の相互接続部７１０と第
３の相互接続部７２０との間で流れる電流ｉ5にほぼ等しくなるような距離にほぼ等しく
てよい。距離ｄは、ＰＭＯＳトランジスタをターンオンしＮＭＯＳトランジスタをターン
オフすると第１の相互接続部７０２の中を第４の相互接続部７３０と第７の相互接続部７
１０との間で流れる電流ｉ3が、ＰＭＯＳトランジスタをターンオフしＮＭＯＳトランジ
スタをターンオンすると第１の相互接続部７０２中を第７の相互接続部７１０と第４の相
互接続部７３０との間で流れる電流ｉ7にほぼ等しくなるような距離にほぼ等しくてよい
。距離ｄは、ＰＭＯＳトランジスタをターンオンしＮＭＯＳトランジスタをターンオフす
ると第２の相互接続部７０４の中を第３の相互接続部７２０と第７の相互接続部７１０と
の間で流れる電流ｉ2が、ＰＭＯＳトランジスタをターンオフしＮＭＯＳトランジスタを
ターンオンすると第２の相互接続部７０４の中を第７の相互接続部７１０と第３の相互接
続部７２０との間で流れる電流ｉ6にほぼ等しくなるような距離にほぼ等しくてよい。距
離ｄは、ＰＭＯＳトランジスタをターンオンしＮＭＯＳトランジスタをターンオフすると
第２の相互接続部７０４の中を第４の相互接続部７３０と第７の相互接続部７１０との間
で流れる電流ｉ4が、ＰＭＯＳトランジスタをターンオフしＮＭＯＳトランジスタをター
ンオンすると第２の相互接続部７０４の中を第７の相互接続部７１０と第４の相互接続部
７３０との間で流れる電流ｉ8にほぼ等しくなるような距離にほぼ等しくてよい。ＣＭＯ
Ｓデバイスは、インバータであってよい。ＰＭＯＳトランジスタは、ＰＭＯＳゲートとＰ
ＭＯＳソースとを各々有し得る。ＮＭＯＳトランジスタは、ＮＭＯＳゲートとＮＭＯＳソ
ースとを各々有し得る。ＮＭＯＳトランジスタのＮＭＯＳソースは、互いに結合され得る
。ＰＭＯＳトランジスタのＰＭＯＳソースは、互いに結合され得る。ＰＭＯＳトランジス
タのＰＭＯＳゲートおよびＮＭＯＳトランジスタのＮＭＯＳゲートは、互いに結合され得
る。
【００５２】
　[0071]図１７は、ＣＭＯＳデバイスを動作させる第２の方法のフローチャート１７００
である。ＣＭＯＳデバイスは、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトランジス
タと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含む。ステップ１
７０２において、第１の電流は、長さ方向で延在し、ＰＭＯＳドレインを相互接続レベル
上で相互接続する第１の相互接続部を通じて流れる。ステップ１７０４において、第２の
電流は、長さ方向で延在し、ＮＭＯＳドレインを相互接続レベル上で相互接続する第２の
相互接続部を通じて流れる。ステップ１７０６において、第３の電流は、第１の相互接続
部と第２の相互接続部とを少なくとも１つのさらなる相互接続レベル上で相互接続する相
互接続部のセットを通じて流れる。ステップ１７０８において、第４の電流は、長さ方向
と垂直に延在し相互接続部のセットからオフセットした、第１の相互接続部と第２の相互
接続部とを相互接続レベル上で相互接続する第３の相互接続部を通じて流れる。ステップ
１７１０において、第５の電流は、第１の相互接続部と第２の相互接続部とを相互接続レ
ベル上で相互接続し、長さ方向と垂直に延在し、相互接続部のセットからオフセットした
第４の相互接続部を通じて流れる。第３の相互接続部および第４の相互接続部は、相互接
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続部のセットの両側にある。
【００５３】
　[0072]たとえば、図９Ａ、図９Ｂを参照すると、第１の電流ｉ1＋ｉ3またはｉ5＋ｉ7は
、長さ方向で延在し、ＰＭＯＳドレインを第１の金属層Ｍ１上で相互接続する第１の相互
接続部７０２を通じて流れる。第２の電流ｉ2＋ｉ4またはｉ6＋ｉ8は、長さ方向で延在し
、ＮＭＯＳドレインを第１の金属層Ｍ１上で相互接続する第２の相互接続部７０４を通じ
て流れる。第３の電流ｉ1＋ｉ2＋ｉ3＋ｉ4またはｉ5＋ｉ6＋ｉ7＋ｉ8は、第１の相互接続
部７０２と第２の相互接続部７０４とを第２の金属層Ｍ２および第３の金属層Ｍ３の上で
相互接続する相互接続部７０６、７０８、７１０のセットを通じて流れる。第４の電流ｉ

2またはｉ5は、長さ方向と垂直に延在し、相互接続部７０６、７０８、７１０のセットか
らオフセットし、第１の相互接続部７０２と第２の相互接続部７０４とを第１の金属層Ｍ
１上で相互接続する第３の相互接続部７２０を通じて流れる。第５の電流ｉ4またはｉ8は
、第１の相互接続部７０２と第２の相互接続部７０４とを第１の金属層Ｍ１上で相互接続
し、長さ方向と垂直に延在し、相互接続部７０６、７０８、７１０のセットからオフセッ
トした第４の相互接続部７３０を通じて流れる。第３の相互接続部７２０および第４の相
互接続部７３０は、相互接続部７０６、７０８、７１０のセットの両側にある。
【００５４】
　[0073]ＣＭＯＳデバイスが低入力を受け取ると、第１の電流ｉ1＋ｉ3は、第１の相互接
続部７０２を通じて相互接続部７０６、７０８、７１０のセットの第１のサブセット７０
６、７１０へ流れ、第２の電流ｉ2＋ｉ4は、第３の相互接続部７２０および第４の相互接
続部７３０から第２の相互接続部７０４を通じて相互接続部７０６、７０８、７１０のセ
ットの第２のサブセット７０８、７１０へ流れ、第３の電流ｉ1＋ｉ2＋ｉ3＋ｉ4は、第１
の相互接続部７０２および第２の相互接続部７０４から相互接続部７０６、７０８、７１
０のセットを通じて流れ、第４の電流ｉ2は、第１の相互接続部７０２から第３の相互接
続部７２０を通じて第２の相互接続部７０４へ流れ、第５の電流ｉ4は、第１の相互接続
部７０２から第４の相互接続部７３０を通じて第２の相互接続部７０４へ流れる。ＣＭＯ
Ｓデバイスが高入力を受け取ると、第１の電流ｉ5＋ｉ7は、相互接続部７０６、７０８、
７１０のセットの第１のサブセット７０６、７１０から第１の相互接続部７０２を通じて
第３の相互接続部７２０および第４の相互接続部７３０へ流れ、第２の電流ｉ6＋ｉ8は、
相互接続部７０６、７０８、７１０のセットの第２のサブセット７０８、７１０から第２
の相互接続部７０４を通じて流れ、第３の電流ｉ5＋ｉ6＋ｉ7＋ｉ8は、相互接続部７０６
、７０８、７１０のセットから第１の相互接続部７０２および第２の相互接続部７０４へ
流れ、第４の電流ｉ5は、第１の相互接続部７０２から第３の相互接続部７２０を通じて
第２の相互接続部７０４へ流れ、第５の電流ｉ8は、第１の相互接続部７０２から第４の
相互接続部７３０を通じて第２の相互接続部７０４へ流れる。
【００５５】
　[0074]少なくとも１つのさらなる相互接続レベルは、第２の相互接続レベル（たとえば
、第２の金属層Ｍ２）と第３の相互接続レベル（たとえば、第３の金属層Ｍ３）とを含ん
でよく、相互接続部７０６、７０８、７１０のセットは、第２の相互接続レベル上の、第
１の相互接続部７０２に結合されている第５の相互接続部７０６と、第２の相互接続レベ
ル上の、第２の相互接続部７０４に結合されている第６の相互接続部７０８と、第３の相
互接続レベル上の、第５の相互接続部７０６と第６の相互接続部７０８とを互いに結合す
る第７の相互接続部７１０とを含んでよい。第７の相互接続部７１０は、デバイスの出力
部であってよい。
【００５６】
　[0075]一構成では、ＣＭＯＳデバイスは、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯ
Ｓトランジスタと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含む
。デバイスは、ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを相互接続レベル（たとえば、第１
の金属層Ｍ１）上の第１の相互接続部（たとえば、相互接続部４０２）と相互接続するた
めの手段を含む。デバイスは、ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットを相互接続レベル上
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の第２の相互接続部（たとえば、相互接続部４０４）と相互接続するための手段をさらに
含む。ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レベル上でＰＭＯＳドレインの
第１のサブセットから分離されている。デバイスは、ＮＭＯＳドレインの第１のサブセッ
トを相互接続レベル上の第３の相互接続部（たとえば、相互接続部４０６）と相互接続す
るための手段をさらに含む。デバイスは、ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットを相互接
続レベル上の第４の相互接続部（たとえば、相互接続部４０８）と相互接続するための手
段をさらに含む。ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、相互接続レベル上でＮＭＯＳ
ドレインの第１のサブセットから分離されている。第１の相互接続部、第２の相互接続部
、第３の相互接続部、および第４の相互接続部は、少なくとも１つの他の相互接続レベル
を通じて互いに結合されている。デバイスは、第１の相互接続部と第２の相互接続部とを
第２の相互接続レベル（たとえば、第２の金属層Ｍ２）上の第５の相互接続部（たとえば
、相互接続部４１０）と相互接続するための手段と、第３の相互接続部と第４の相互接続
部とを第２の相互接続レベル上の第６の相互接続部（たとえば、相互接続部４２０）と相
互接続するための手段とをさらに含み得る。デバイスは、第５の相互接続部と第６の相互
接続部とを第３の相互接続レベル（たとえば、第３の金属層Ｍ３）上の第７の相互接続部
（たとえば、相互接続部４３０）と相互接続するための手段をさらに含み得る。ＣＭＯＳ
デバイスは、インバータであってよく、ＰＭＯＳトランジスタは、ＰＭＯＳゲートとＰＭ
ＯＳソースとを各々有し得、ＮＭＯＳトランジスタは、ＮＭＯＳゲートとＮＭＯＳソース
とを各々有し得る。デバイスは、ＮＭＯＳトランジスタのＮＭＯＳソースを互いに結合す
るための手段と、ＰＭＯＳトランジスタのＰＭＯＳソースを互いに結合するための手段と
、ＰＭＯＳトランジスタのＰＭＯＳゲートとＮＭＯＳトランジスタのＮＭＯＳゲートとを
互いに結合するための手段とをさらに含み得る（たとえば、図２を参照）。
【００５７】
　[0076]一構成では、ＣＭＯＳデバイスは、ＰＭＯＳドレインを各々有する複数のＰＭＯ
Ｓトランジスタと、ＮＭＯＳドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトランジスタとを含む
。デバイスは、ＰＭＯＳドレインを相互接続レベル（たとえば、第１の金属層Ｍ１）上の
、長さ方向で延在する第１の相互接続部（たとえば、相互接続部７０２）と相互接続する
ための手段を含む。デバイスは、ＮＭＯＳドレインを相互接続レベル上の、長さ方向で延
在する第２の相互接続部（たとえば、相互接続部７０４）と相互接続するための手段をさ
らに含む。デバイスは、第１の相互接続部と第２の相互接続部とを少なくとも１つのさら
なる相互接続レベル（たとえば、第２の金属層Ｍ２および第３の金属層Ｍ３）上の相互接
続部のセット（たとえば、相互接続部７０６、７０８、７１０）と相互接続するための手
段をさらに含む。デバイスは、第１の相互接続部と第２の相互接続部とを、相互接続レベ
ル上の、長さ方向と垂直に延在し相互接続部のセットからオフセットする第３の相互接続
部（たとえば、相互接続部７２０）と相互接続するための手段をさらに含む。デバイスは
、第１の相互接続部と第２の相互接続部とを、相互接続レベル上の、長さ方向と垂直に延
在し相互接続部のセットからオフセットする第４の相互接続部（たとえば、相互接続部７
３０）と相互接続するための手段をさらに含み得る。第３の相互接続部および第４の相互
接続部は、相互接続部のセットの両側にある。
【００５８】
　[0077]ＥＭに対処するためのＣＭＯＳデバイスをレイアウトする方法、およびＥＭに対
処するためのレイアウト構造を備えたＣＭＯＳデバイスが、上記で提供されている。例示
的な方法およびＣＭＯＳデバイスは、相互接続部のセットの長さを制限する（機械的スト
レスビルドアップ／バックストレスを増大させる）ことによって、および／または相互接
続部のセットを通る双方向の電流フロー（双方向の電子風）をもたらすさらなる電流経路
を形成することによって、相互接続部のセットにおけるＥＭを低減する。
【００５９】
　[0078]開示されたプロセス中のステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の一
例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセスにおけるステップの特
定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さらに、いくつかのステップ
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が組み合わされてもよく、省略されてもよい。添付の方法クレームは、様々なステップの
要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定され
るものではない。
【００６０】
　[0079]以上の説明は、当業者が本明細書で説明された様々な態様を実行できるようにす
るために提供される。これらの態様に対する様々な修正は当業者には容易に明らかであり
、本明細書で定義された一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範
囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、特許請求の範囲の文言に矛盾
しない最大限の範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明記
されていない限り、「ただ１つの」を意味するものではなく、「１つまたは複数の」を意
味するものである。「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働
きをすること」を意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明するいか
なる態様も、必ずしも他の態様よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきである
とは限らない。別段に明記されていない限り、「いくつか」という用語は１つまたは複数
を指す。「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、およびＣのうちの少
なくとも１つ」および「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、Ａ
、Ｂ、および／またはＣの任意の組合せを含み、複数のＡ、複数のＢ、または複数のＣを
含んでよい。詳細には、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」「Ａ、Ｂ、および
Ｃのうちの少なくとも１つ」および「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはそれらの任意の組合せ」などの
組合せは、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡおよびＢ、ＡおよびＣ、ＢおよびＣ、またはＡお
よびＢおよびＣであってよく、その場合、そのような任意の組合せは、Ａ、Ｂ、またはＣ
の、１つのメンバーまたは複数のメンバーを含み得る。当業者に知られているまたは後で
知られるようになる、本開示全体にわたって説明される様々な態様の要素のすべての構造
上および機能上の等価物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に
よって包含されるべきものとする。その上、本明細書で開示するいかなることも、そのよ
うな開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供する
ものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「ための手段」という語句を使用し
て明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきで
はない。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]　ｐ型金属酸化物半導体（ＰＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトラン
ジスタと、ｎ型金属酸化物半導体（ＮＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＮＭＯＳトラ
ンジスタとを含む相補型金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）デバイスであって、
　相互接続レベル上の、前記ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続する第１
の相互接続部と、
　前記相互接続レベル上の、前記ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続する
第２の相互接続部、前記ＰＭＯＳドレインの前記第２のサブセットは、前記ＰＭＯＳドレ
インの前記第１のサブセットと異なり、前記第１の相互接続部および前記第２の相互接続
部は、前記相互接続レベル上で分離される、と、
　前記相互接続レベル上の、前記ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットを互いに接続する
第３の相互接続部と、
　前記相互接続レベル上の、前記ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットを互いに接続する
第４の相互接続部、前記ＮＭＯＳドレインの前記第２のサブセットは、前記ＮＭＯＳドレ
インの前記第１のサブセットと異なり、前記第３の相互接続部および前記第４の相互接続
部は、前記相互接続レベル上で分離され、前記第１の相互接続部、前記第２の相互接続部
、前記第３の相互接続部、および前記第４の相互接続部は、少なくとも１つの他の相互接
続レベルを通じて互いに結合される、と
　を備える、ＣＭＯＳデバイス。
[Ｃ２]　前記第１の相互接続部、前記第２の相互接続部、前記第３の相互接続部、および
前記第４の相互接続部は、各々、長さが２マイクロメートルよりも短い、
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　Ｃ１に記載のデバイス。
[Ｃ３]　第２の相互接続レベル上の第５の相互接続部、前記第５の相互接続部は、前記第
１の相互接続部と前記第２の相互接続部とを互いに結合し、と、
　前記第２の相互接続レベル上の第６の相互接続部、前記第６の相互接続部は、前記第３
の相互接続部と前記第４の相互接続部とを互いに結合する、と
　をさらに備える、Ｃ１に記載のデバイス。
[Ｃ４]　前記第５の相互接続部および前記第６の相互接続部は、各々、長さが２マイクロ
メートルよりも短い、
　Ｃ３に記載のデバイス。
[Ｃ５]　第３の相互接続レベル上の第７の相互接続部をさらに備え、前記第７の相互接続
部は、前記第５の相互接続部と前記第６の相互接続部とを互いに結合する、
　Ｃ３に記載のデバイス。
[Ｃ６]　前記デバイスの出力部は、前記第７の相互接続部に接続される、
　Ｃ５に記載のデバイス。
[Ｃ７]　前記ＣＭＯＳデバイスは、インバータであり、前記ＰＭＯＳトランジスタは、Ｐ
ＭＯＳゲートとＰＭＯＳソースとを各々有し、前記ＮＭＯＳトランジスタは、ＮＭＯＳゲ
ートとＮＭＯＳソースとを各々有し、前記ＮＭＯＳトランジスタの前記ＮＭＯＳソースは
、互いに結合され、前記ＰＭＯＳトランジスタの前記ＰＭＯＳソースは、互いに結合され
、前記ＰＭＯＳトランジスタの前記ＰＭＯＳゲートおよび前記ＮＭＯＳトランジスタの前
記ＮＭＯＳゲートは、互いに結合される、
　Ｃ１に記載のデバイス。
[Ｃ８]　前記相互接続レベル上の、前記ＰＭＯＳドレインの異なるサブセットを互いに接
続する相互接続部の第１のセット、前記相互接続部の第１のセットは、前記第１の相互接
続部、前記第２の相互接続部、および１つまたは複数のさらなる相互接続部を含み、前記
相互接続部の第１のセットの中の各相互接続部は、前記相互接続レベル上で前記相互接続
部の第１のセットの中の他の相互接続部から分離される、と、
　前記相互接続レベル上の、前記ＮＭＯＳドレインの異なるサブセットを互いに接続する
相互接続部の第２のセット、前記相互接続部の第２のセットは、前記第３の相互接続部、
前記第４の相互接続部、および１つまたは複数のさらなる相互接続部を含み、前記相互接
続部の第２のセットの中の各相互接続部は、前記相互接続レベル上で前記相互接続部の第
２のセットの中の他の相互接続部から分離される、と
　をさらに備える、Ｃ１に記載のデバイス。
[Ｃ９]　前記相互接続部の第１のセットおよび前記相互接続部の第２のセットの中の各相
互接続部は、長さが２マイクロメートルよりも短い、
　Ｃ８に記載のデバイス。
[Ｃ１０]　第２の相互接続レベル上の相互接続部の第３のセット、前記相互接続部の第３
のセットの中の各相互接続部は、前記相互接続部の第１のセットの中の相互接続部の隣接
する異なるペアを互いに結合する、と、
　前記第２の相互接続レベル上の相互接続部の第４のセット、前記相互接続部の第４のセ
ットの中の各相互接続部は、前記相互接続部の第２のセットの中の相互接続部の隣接する
異なるペアを互いに結合する、と
　をさらに備える、Ｃ８に記載のデバイス。
[Ｃ１１]　前記相互接続部の第３のセットおよび前記相互接続部の第４のセットの中の各
相互接続部は、長さが２マイクロメートルよりも短い、
　Ｃ１０に記載のデバイス。
[Ｃ１２]　第３の相互接続レベル上の相互接続部の第５のセットをさらに備え、前記相互
接続部の第５のセットの中の各相互接続部は、前記相互接続部の第３のセットの中からの
相互接続部と、前記相互接続部の第４のセットの中からの相互接続部とを含む、相互接続
部の隣接する異なるペアを結合し、前記相互接続部の第５のセットの中の各相互接続部は
、互いに結合される、
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　Ｃ１０に記載のデバイス。
[Ｃ１３]　第２の相互接続レベル上の相互接続部の第３のセット、前記相互接続部の第３
のセットの第１のサブセットは、前記相互接続部の第１のセットの第１のサブセットの中
の相互接続部の隣接する異なるペアを互いに結合し、前記相互接続部の第３のセットの第
２のサブセットは、前記相互接続部の第１のセットの第２のサブセットの中の相互接続部
の隣接する異なるペアを互いに結合する、と、
　前記第２の相互接続レベル上の相互接続部の第４のセット、前記相互接続部の第４のセ
ットの第１のサブセットは、前記相互接続部の第２のセットの第１のサブセットの中の相
互接続部の隣接する異なるペアを互いに結合し、前記相互接続部の第４のセットの第２の
サブセットは、前記相互接続部の第２のセットの第２のサブセットの中の相互接続部の隣
接する異なるペアを互いに結合する、と
　をさらに備える、Ｃ８に記載のデバイス。
[Ｃ１４]　前記相互接続部の第３のセットおよび前記相互接続部の第４のセットの中の各
相互接続部は、長さが２マイクロメートルよりも短い、
　Ｃ１３に記載のデバイス。
[Ｃ１５]　第３の相互接続レベル上の第５の相互接続部をさらに備え、前記第５の相互接
続部は、前記相互接続部の第３のセットの中の前記相互接続部の各々を、前記相互接続部
の第４のセットの中の前記相互接続部の各々に結合する、
　Ｃ１３に記載のデバイス。
[Ｃ１６]　ｐ型金属酸化物半導体（ＰＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトラ
ンジスタと、相補型金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＮＭＯＳ
トランジスタとを含むデバイスであって、
　ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを、相互接続レベル上の第１の相互接続部と相互
接続するための手段と、
　ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットを、前記相互接続レベル上の第２の相互接続部と
相互接続するための手段、前記ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットは、前記相互接続レ
ベル上で前記ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離される、と、
　ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットを、前記相互接続レベル上の第３の相互接続部と
相互接続するための手段と、
　ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットを、前記相互接続レベル上の第４の相互接続部と
相互接続するための手段、前記ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、前記相互接続レ
ベル上で前記ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離され、前記第１の相互接続部
、前記第２の相互接続部、前記第３の相互接続部、および前記第４の相互接続部は、少な
くとも１つの他の相互接続レベルを通じて互いに結合される、と
　を備える、ＣＭＯＳデバイス。
[Ｃ１７]　前記第１の相互接続部、前記第２の相互接続部、前記第３の相互接続部、およ
び前記第４の相互接続部は、各々、長さが２マイクロメートルよりも短い、
　Ｃ１６に記載のデバイス。
[Ｃ１８]　前記第１の相互接続部と前記第２の相互接続部とを、第２の相互接続レベル上
の第５の相互接続部と相互接続するための手段と、
　前記第３の相互接続部と前記第４の相互接続部とを、前記第２の相互接続レベル上の第
６の相互接続部と相互接続するための手段と
　をさらに備える、Ｃ１６に記載のデバイス。
[Ｃ１９]　前記第５の相互接続部および前記第６の相互接続部は、各々、長さが２マイク
ロメートルよりも短い、
　Ｃ１８に記載のデバイス。
[Ｃ２０]　前記第５の相互接続部と前記第６の相互接続部とを、第３の相互接続レベル上
の第７の相互接続部と相互接続するための手段をさらに備える、
　Ｃ１８に記載のデバイス。
[Ｃ２１]　前記デバイスの出力部は、前記第７の相互接続部に接続される、
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　Ｃ２０に記載のデバイス。
[Ｃ２２]　前記ＣＭＯＳデバイスは、インバータであり、前記ＰＭＯＳトランジスタはＰ
ＭＯＳゲートとＰＭＯＳソースとを各々有し、前記ＮＭＯＳトランジスタは、ＮＭＯＳゲ
ートとＮＭＯＳソースとを各々有し、前記デバイスは、
　前記ＮＭＯＳトランジスタの前記ＮＭＯＳソースを互いに結合するための手段と、
　前記ＰＭＯＳトランジスタの前記ＰＭＯＳソースを互いに結合するための手段と、
　前記ＰＭＯＳトランジスタの前記ＰＭＯＳゲートと前記ＮＭＯＳトランジスタの前記Ｎ
ＭＯＳゲートとを互いに結合するための手段と
　をさらに備えるＣ１６に記載のデバイス。
[Ｃ２３]　ｐ型金属酸化物半導体（ＰＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトラ
ンジスタと、ｎ型金属酸化物半導体（ＮＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＮＭＯＳト
ランジスタとを含む相補型金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）デバイスをレイアウトする方法
であって、
　ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットを、相互接続レベル上の第１の相互接続部と相互
接続することと、
　ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットを、前記相互接続レベル上の第２の相互接続部と
相互接続すること、前記ＰＭＯＳドレインの第２のサブセットは、前記相互接続レベル上
で前記ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離される、と、
　ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットを、前記相互接続レベル上の第３の相互接続部と
相互接続することと、
　ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットを、前記相互接続レベル上の第４の相互接続部と
相互接続すること、前記ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは、前記相互接続レベル上
で前記ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離され、前記第１の相互接続部、前記
第２の相互接続部、前記第３の相互接続部、および前記第４の相互接続部は、少なくとも
１つの他の相互接続レベルを通じて互いに結合される、と
　を備える、方法。
[Ｃ２４]　前記第１の相互接続部、前記第２の相互接続部、前記第３の相互接続部、およ
び前記第４の相互接続部は、各々、長さが２マイクロメートルよりも短い、
　Ｃ２３に記載の方法。
[Ｃ２５]　前記第１の相互接続部と前記第２の相互接続部とを、第２の相互接続レベル上
の第５の相互接続部と相互接続することと、
　前記第３の相互接続部と前記第４の相互接続部とを、前記第２の相互接続レベル上の第
６の相互接続部と相互接続することと
　をさらに備える、Ｃ２３に記載の方法。
[Ｃ２６]　前記第５の相互接続部および前記第６の相互接続部は、各々、長さが２マイク
ロメートルよりも短い、
　Ｃ２５に記載の方法。
[Ｃ２７]　前記第５の相互接続部と前記第６の相互接続部とを、第３の相互接続レベル上
の第７の相互接続部と相互接続することをさらに備える、
　Ｃ２５に記載の方法。
[Ｃ２８]　前記デバイスの出力部は、前記第７の相互接続部に接続される、
　Ｃ２７に記載の方法。
[Ｃ２９]　前記ＣＭＯＳデバイスは、インバータであり、前記ＰＭＯＳトランジスタは、
ＰＭＯＳゲートとＰＭＯＳソースとをそれぞれ有し、前記ＮＭＯＳトランジスタは、ＮＭ
ＯＳゲートとＮＭＯＳソースとをそれぞれ有し、前記方法は、
　前記ＮＭＯＳトランジスタの前記ＮＭＯＳソースを互いに結合することと、
　前記ＰＭＯＳトランジスタの前記ＰＭＯＳソースを互いに結合することと、
　前記ＰＭＯＳトランジスタの前記ＰＭＯＳゲートと前記ＮＭＯＳトランジスタの前記Ｎ
ＭＯＳゲートとを互いに結合することと
　をさらに備える、Ｃ２３に記載の方法。
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[Ｃ３０]　ｐ型金属酸化物半導体（ＰＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＰＭＯＳトラ
ンジスタと、ｎ型金属酸化物半導体（ＮＭＯＳ）ドレインを各々有する複数のＮＭＯＳト
ランジスタとを含む相補型金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）デバイスの動作の方法であって
、
　第１の電流を、相互接続レベル上の第１の相互接続部と相互接続されているＰＭＯＳド
レインの第１のサブセットから流すことと、
　第２の電流を、前記相互接続レベル上の第２の相互接続部と相互接続されているＰＭＯ
Ｓドレインの第２のサブセットから流すことと、前記ＰＭＯＳドレインの第２のサブセッ
トは、前記相互接続レベル上で前記ＰＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離される
、
　第３の電流を、前記相互接続レベル上の第３の相互接続部と相互接続されているＮＭＯ
Ｓドレインの第１のサブセットへ流すことと、
　第４の電流を、前記相互接続レベル上の第４の相互接続部と相互接続されているＮＭＯ
Ｓドレインの第２のサブセットへ流すこと、前記ＮＭＯＳドレインの第２のサブセットは
、前記相互接続レベル上で前記ＮＭＯＳドレインの第１のサブセットから分離され、前記
第１の相互接続部、前記第２の相互接続部、前記第３の相互接続部、および前記第４の相
互接続部は、少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じて互いに結合され、前記第１の
電流および前記第２の電流は、前記ＣＭＯＳデバイスが低入力を受け取ると前記少なくと
も１つの他の相互接続レベルを通じて前記ＣＭＯＳデバイスの出力部へ流れ、前記第３の
電流および前記第４の電流は、前記ＣＭＯＳデバイスが高入力を受け取ると、前記ＣＭＯ
Ｓデバイスの前記出力部から前記少なくとも１つの他の相互接続レベルを通じて流れる、
と
　を備える、方法。
[Ｃ３１]　前記第１の相互接続部、前記第２の相互接続部、前記第３の相互接続部、およ
び前記第４の相互接続部は、各々、長さが２マイクロメートルよりも短い、
　Ｃ３０に記載の方法。
[Ｃ３２]　前記第１の相互接続部および前記第２の相互接続部は、第２の相互接続レベル
上の第５の相互接続部と相互接続され、前記第３の相互接続部および前記第４の相互接続
部は、前記第２の相互接続レベル上の第６の相互接続部と相互接続される、
　Ｃ３０に記載の方法。
[Ｃ３３]　前記第５の相互接続部および前記第６の相互接続部は、各々、長さが２マイク
ロメートルよりも短い、
　Ｃ３２に記載の方法。
[Ｃ３４]　前記第５の相互接続部および前記第６の相互接続部は、第３の相互接続レベル
上の第７の相互接続部と相互接続される、
　Ｃ３２に記載の方法。
[Ｃ３５]　前記デバイスの出力部は、前記第７の相互接続部に接続される、
　Ｃ３４に記載の方法。
[Ｃ３６]　前記ＣＭＯＳデバイスは、インバータであり、前記ＰＭＯＳトランジスタは、
ＰＭＯＳゲートとＰＭＯＳソースとを各々有し、前記ＮＭＯＳトランジスタは、ＮＭＯＳ
ゲートとＮＭＯＳソースとを各々有し、前記ＮＭＯＳトランジスタの前記ＮＭＯＳソース
は、互いに結合され、前記ＰＭＯＳトランジスタの前記ＰＭＯＳソースは、互いに結合さ
れ、前記ＰＭＯＳトランジスタの前記ＰＭＯＳゲートおよび前記ＮＭＯＳトランジスタの
前記ＮＭＯＳゲートは、互いに結合される、
　Ｃ３０に記載の方法。
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